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요약

적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 EL층 및, 상기 EL층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자로, 광조사
에 의한 유성(濡性)변화성분층이 적어도 1층 형성되어 이루어진 EL소자이다.
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본 발명은, 간편하게 제조할 수 있는 EL소자와 그 제조방법을 제공할 수 있다.

대표도
도 1a

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도,

도 2는 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도,

도 3은 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도,

도 4는 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도,

도 5는 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도,

도 6은 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도,

도 7은 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도,

도 8은 본 발명의 EL소자의 일례의 제조방법의 설명도,

도 9는 본 발명의 EL소자의 일례의 제조방법의 설명도,

도 10은 본 발명의 EL소자의 일례의 제조방법의 설명도,

도 11은 예 D-1에서의 EL소자의 발광특성을 나타낸 그래프이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전계발광소자(electroluminescence element; 본 명세서에서는 EL소자라고도 한다), 특히 디스플레이장치
에 사용할 수 있는 유기박막 EL소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

EL소자는 스스로 발광하는 면모양의 표시소자로서의 사용이 주목되고 있다. 그 중에서도, 유기물질을 발광재료로서 이
용한 유기박막 EL 디스플레이는 인가전압이 10V 이하에서도 고휘도의 발광이 실현되는 등 발광효율이 높고, 단순한 
소자구조로 발광이 가능하며, 고정세(高精細)한 컬러 디스플레이 혹은 특정의 패턴을 발광표시시키는 광고, 그 외 저가
격의 간이표시용 디스플레이로의 응용이 기대되고 있다.

    
그렇지만, EL소자를 이용한 디스플레이를 실제로 제조함에 있어서는, 전극이나 유기 EL층의 패터닝이 필요하고, 전형
적으로는 포토리소그래피공정이나 복잡한 패턴성막장치에 의한 패터닝공정을 요하여 공정의 복잡화나 비용의 상승을 
초래한다. 또, 유기 EL재료를 마스크증착에 의해 패터닝하는 방법에서는, 고가격의 진공장치가 필요하게 되고, 수율저
하나 비용상승이 문제로 된다. 한편, 잉크젯법에 의해 패턴형성하는 방법은, 공정은 비교적 간편하지만, 수율저하나 막
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두께의 균일성 악화가 문제로 된다. 또, 광고용 EL소자 등 다양한 형상이나 대면적화가 요구되는 경우에는, 생산성이 
현저하게 저하되는 문제가 있다.
    

이와 같이, EL소자, 특히 유기 EL 디스플레이의 제조에 있어서는, 전극, 유기 EL층 및 절연층 등의 패터닝을 행하기 때
문에, 공정수가 대단히 많아지고, 수율, 생산성, 비용의 면에서 커다란 문제를 내포하고 있다. 또, 표시성능의 향상을 위
해서는, 발광층의 패턴정밀도를 높이는 것이 중요하므로, 전극상에 발광층을 정확하게 또한 막두께를 균일하게 배치하
는 것이 요구되고 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 보다 간편하게 제조할 수 있는 EL소자와 그 제조방법을 제공하는 것, 특히 격벽층 등의 구성층의 정
확한 패턴정밀도가 얻어짐과 더불어 발광의 균일성이 우수한 EL소자 및 그 제조방법을 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명자들은, 광조사에 의한 유성(濡性)변화성분층에 패턴노광하여 유성의 차에 의한 패턴을 형성하고, 그 패턴을 이
용하여 EL층, 격벽층, 절연층, 제1전극 또는 제2전극 등을 형성함으로써 상기 과제를 해결할 수 있다는 것을 발견하여 
본 발명을 완성시켰다.

따라서, 본 발명의 EL소자는, 적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 EL층 및, 상기 EL층상에 형성된 제2전극으
로 이루어진 EL소자로, 광조사에 의한 유성변화성분층이 적어도 1층 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 것이다.

(발명의 실시형태)

EL소자

본 발명의 EL소자는, 상기와 같이 적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 EL층 및, 상기 EL층상에 형성된 제2전
극으로 이루어진 EL소자로, 광촉매함유층 등의 광조사에 의한 유성(濡性)변화성분층이 적어도 1층 형성되어 이루어진 
것을 특징으로 하는 것이다. 본 발명의 EL소자는, 통상 EL소자에 이용하는 일이 있는 임의의 층을 갖출 수 있다. 또, 
EL소자가 미세한 화소를 패터닝하는 풀컬러(full color) 표시의 디스플레이라면, 본 발명의 효과가 커서 바람직하다.

- 제1태양(態樣) -

도 1은 본 발명의 EL소자의 일례의 단면도로, 기재(基材; 1)상에 순차적으로 제1전극(2), 광촉매함유층(3), EL층(5) 
및 제2전극(6)이 적층되어 이루어지고, 광촉매함유층(3)중 유성(濡性)이 변화한 부분(3′)과 EL층(5)의 사이에는 
다른 EL층(4)이 형성된 구조로 되어 있다.

- 제2태양 -

도 2는 본 발명의 제2태양 중 제1 EL소자를 설명하기 위한 단면도이다. 도중 참조부호 21은 패턴모양의 제1전극, 24
는 패턴모양의 제2전극, 22는 유성변화성분층, 23은 발광층, 26은 기재, 29는 절연층이다.

도 2에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 제1 EL소자는, 2개의 패턴모양의 전극(21, 24) 사이에 그 패턴에 대응하여 발광
층(23)이 끼인 구조를 갖고, 또 패턴전극(21)과 발광층(23)의 사이에 유성변화성분층(22)이 형성된 것이다.

    
유성변화성분층(22)은, 제1전극(21)과 절연층(29)을 형성한 기재(26)상에 적층된 후, 그 표면이 제1전극(21)과 동
일한 패턴 마스크 또는 노광부분이 전극패턴보다도 넓은 마스크를 사용하여 광조사되어 패터닝된 것으로, 패턴모양의 
제1전극(21)상에 위치하는 유성변화성분층(22)의 표면은 광조사에 의해 적층재료에 대한 표면유성이 향상된 광조사
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부위로서, 또 패턴모양의 제1전극(21)이 형성되어 있지 않은 부위에 위치하는 유성변화성분층(22)의 표면은 광조사되
어 있지 않은 부위로서 패터닝된 것이다. 그리고, 광조사부위와 광조사하지 않은 부위에서의 적층재료인 발광층 형성재
료에 대한 표면유성의 상위를 이용하여 발광층(23)이 패턴형성된 것이다. 이 때, 단락방지를 목적으로 하여 패터닝된 
전극(21)의 에지(edge)부분 및 전극(21)의 사이를 절연층(29)으로 덮는 것이 바람직하다.
    

다음에는 도 3에 의거 본 발명의 제2태양 중 제2 EL소자에 대해 설명한다. 도 3에 나타낸 EL소자는, 제1 EL소자에서
의 발광층(33)의 경계부분에 격벽층(37)을 형성한 것으로, 이로써 전극간의 도통을 보다 방지할 수 있다. 격벽층 형성
재료는, 107 Ω·㎝ 이상의 저항을 갖는 유기고분자재료를 사용하면 좋고, 바람직하게는 자외선경화형 수지가 사용된다. 
또, 격벽층을 흑색 등의 암색(暗色)에 착색한 것으로 함으로써, 보다 선명한 표시가 가능하게 된다. 격벽층(37)의 막두
께는, 0.1㎛∼10㎛, 바람직하게는 1㎛∼2㎛로 하면 좋다.

    
도 3에 나타낸 EL소자는, 전극(31)과 절연층(39)을 패턴형성한 후, 유성변화성분층(32)을 형성한다. 이어서, 전극패
턴이 형성되어 있지 않은 부위를 패턴노광하여 광조사부위로 하고, 격벽층 형성재료를 균일도포 등에 의해 도포하면, 
광조사부위에만 격벽층 형성재료를 적층할 수 있다. 그 후, 격벽층 형성재료로서 자외선경화형 수지를 사용한 경우, 균
일노광하여 격벽층 형성재료를 경화시킴과 더불어 전극패턴상의 유성변화성분층을 광조사부위로 바꾼다. 이어서, 발광
층을 도 2와 마찬가지로 잉크젯방식 등에 의해 도포함으로써, 발광층을 형성할 수 있고, 도 2와 마찬가지로 EL소자로 
할 수 있다. 이 때, 전극(21) 사이의 크로스토크를 방지할 목적으로, 패터닝된 전극(21)의 에지부분 및 전극(21)의 사
이를 절연층(39)으로 덮는 것이 바람직하다.
    

도 4는 도 2의 EL소자에서의 유성변화성분층(42)을 기재(46)상에 형성한 것으로, 패턴정밀도가 우수한 것으로 할 수 
있다. 또, 유성변화성분층(42)을 발광층(43)상에 형성해도 좋은 바, 유성변화성분층의 배치에 관해서는 전하주입성을 
저해하지 않는 한 그 배치에는 한정되지 않고, 또 1층이라도 다층이라도 좋다.

    
도 4에 나타낸 EL소자는, 기재(46)상에 유성변화성분층(42)을 균일하게 형성한 후, 전극이 형성되는 부분을 패턴노광
한 후, 전극재료를 스퍼터로 패턴증착시킨다. 이어서, 발광층 형성재료를 균일도포법에 의해 도포하면, 전극상에만 발
광층을 형성할 수 있다. 그 후, 패턴노광하여 발광층 사이의 경계부분을 광조사부위로 바꾼 후, 잉크젯법 등에 의해 격
벽층 형성재료를 도포하여 격벽층을 형성할 수 있고, 도 2와 마찬가지로 EL소자로 할 수 있다. 도 4에 나타낸 EL소자
에 있어서는, 도 2, 도 3에 나타낸 EL소자와 마찬가지로 패턴정밀도가 양호함과 더불어 전극(41, 44)으로부터의 발광
층으로의 전하주입이 우수하여 발광효율이 높은 것으로 할 수 있다.
    

발광층은, 예컨대 단색으로 패터닝되어 있는 것으로 할 수 있고, 또 R, G, B 각 발광층을 교대로 순차 배열하고, 각각 
유성변화성분층상에 적층한 풀컬러구조로 할 수 있다. 각각의 발광층마다 (1) 양극/유성변화성분층/정공주입층(버퍼층)
/발광층/전자수송층/전자주입층(버퍼층)/음극, (2) 양극/정공주입층(버퍼층)/발광층/전자수송층/전자주입층(버퍼층)
/유성변화성분층/음극의 형태로 할 수 있다.

또, 상기 (1), (2)의 형태로, 전하주입층, 전하수송층, 발광층의 각 층을 각각 다른 층으로서 형성하는 대신에 각 기능
을 아울러 갖는 재료이면 겸한 것으로 해도 좋고, 또 각각의 기능을 갖는 재료의 혼합형태로서 겸한 것으로 해도 좋다.

- 제3태양 -

본 발명의 EL소자는, 대향하는 전극의 어느 패턴형상과도 다른 패턴의 발광표시를 행할 수 있다. 이 경우, 전극의 패터
닝이 필요치 않아 제조를 간편화할 수 있다. 또 본 발명의 EL소자는, 대향하는 전극의 사이에 광촉매함유층을 적어도 
1층 갖출 수 있다. 이 층은 제조를 간소화하기 위해 형성하는 층으로, 절연성의 재료로 이루어지는 경우도 있지만, 의외
로도 EL소자의 발광성능을 해치는 것이 아니다.
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본 발명의 EL소자의 패턴발광은, 제1로 광촉매함유층상에 EL층을 패터닝하여 패턴화된 EL층을 발광시키는 방식일 수 
있다. 이 EL층은, 그 하위개념으로서 전하주입층(정공 및 전자주입층), 전하수송층(정공 및 전자수송층) 및 발광층을 
갖춘 것이지만, 패터닝을 행하는 것은 이들 전하주입층, 전하수송층 또는 발광층의 적어도 1층이면 좋다. 예컨대, 양극
상에 광촉매함유층을 갖추고, 상기 광촉매함유층상에 패턴모양의 정공주입층을 갖추며, 상기 정공주입층상에 상기 패턴
에 관계없이 전면에 발광층을 갖춘 EL소자일 수 있다. 또, 일부의 발광층을 패터닝함과 더불어 이 패터닝된 발광층과 
다른 색의 발광층을 전면 형성함으로써, 전면 발광하면서 그 안에 패턴발광을 조합시킬 수 있다.
    

본 발명의 EL소자의 패턴발광은, 제2로 광촉매함유층상에 절연층을 패터닝하여 절연되지 않은 부분의 EL층을 발광시
키는 방식일 수도 있다.

    
도 5는 본 발명의 EL소자의 일례의 구조를 나타낸 단면도로, 기재(51)상에 순차적으로 제1전극(52), 광촉매함유층(
53) 및 제2전극(55)이 형성되고, 제2전극(55)과 광촉매함유층(53)의 사이에는 패턴발광시키는 부분에만 발광층(54)
이 형성되어 있다. 이러한 EL소자에 있어서는, 광촉매함유층(53)의 두께 및 재료 등의 조건을 적절히 선택함으로써, 
예상외로도 제1전극(52)과 제2전극(55)의 사이의 도통을 방지하면서도 광촉매함유층을 통해 전하를 발광층에 주입시
켜 발광시킬 수 있다.
    

    
도 6은 본 발명의 EL소자의 다른 일례의 구조를 나타낸 단면도로, 기재(61)상에 순차적으로 제1전극(62), 광촉매함유
층(63), 발광층(64) 및 제2전극(65)이 형성되고, 발광층(64)과 광촉매함유층(63)의 사이에는 패턴발광시키는 부분
에만 전하주입층(66)이 형성되어 있다. 이러한 EL소자에 있어서는, 전형적으로는 전하주입층이 형성되어 있는 부분이 
발광, 형성되어 있지 않은 부분이 발광하지 않는 EL소자로 되지만, 전하주입층이 형성되어 있는 부분이 발광, 형성되어 
있지 않은 부분이 미약발광하는 EL소자로 할 수도 있다.
    

또, 도 6의 패터닝된 전하주입층 대신에 다른 발광층을 형성하면, 이 발광층과 전면에 형성된 발광층으로 2색의 발광표
시를 하는 것도 가능하다.

도 7은 본 발명의 EL소자의 더욱 다른 일례의 구조를 나타낸 단면도로, 기재(71)상에 순차적으로 제1전극(72), 광촉
매함유층(73) 및 제2전극(75)이 형성되고, 제2전극(75)과 광촉매함유층(73)의 사이에는 발광시키지 않는 부분에만 
패턴모양으로 절연층(79)이 형성되어 있고, 발광층(74)은 전면에 형성되어 있다.

    
본 발명의 EL소자의 용도로서는, 여러 가지의 것을 들 수 있는데, 예컨대 표찰(標札), 게시판, 안내표시용 사인, 비상·
경고용 사인, 도로표지(道路標識), 시계나 미터표시용 고정문자, 치찰(値札: 가격표), 메뉴, 광고지 광고, 엽서, 인사장
(축하카드), 선불카드, 종이형상의 디스플레이(paper-like display), 전자서적, 조명, 유희시설이나 이벤트회장에서의 
완구, 로고 마크의 표시, 광고용 간판이나 달력, 디스플레이, 배치지도 또는 지도기호 등, 특정패턴을 표시하는 것, 혹은 
패턴(마크)형상 그 자체에 의미가 있는 것을 표시하는데 유효하다.
    

- 제4태양 -

본 발명의 EL소자는, 제1태양에 있어서 상기 광촉매함유층이 발광특성 향상물질을 함유하고 있는 것일 수도 있다.

광조사에 의한 유성변화성분층
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본 발명에 이용되는 광조사에 의한 유성변화성분층은, 산화티탄 등의 광반도체로 대표되는 협의의 광촉매를 함유한 광
촉매함유층이나 특정의 유기고분자층 등이 예시된다. 본 명세서에 있어서, 이들을 포함하는 광조사에 의한 유성변화성
분층과 마찬가지의 광의의 개념으로서 광촉매함유층이라는 용어를 사용하는 경우가 있다.

광촉매함유층

(광촉매함유층)

    
본 발명에 있어서 광촉매함유층이란, 넓게 광조사에 의해 유성이 금후 변화할 수 있는 층 및 이미 변화한 층을 의미한다. 
또, 광촉매란, 이러한 변화를 일으키는 것이면 어떠한 물질이라도 좋다. 광촉매함유층은 패턴모양으로 노광함으로써, 
유성의 변화에 의한 패턴을 형성할 수 있다. 전형적으로는 광조사하지 않는 부위는 발수성(撥水性) 및/또는 발유성(撥
油性)이지만, 광조사한 부위는 고친수성 및/또는 고친유성으로 된다. 본 발명에 있어서는, 광촉매함유층의 표면의 유성
의 차에 의한 패턴을 이용하여 광촉매함유층상에 형성되는 층(EL층, 제1전극, 제2전극 등)의 패턴을 간편하게, 품질좋
게 형성할 수 있다.
    

- 제1∼제3태양 -

    
또, 본 발명의 광촉매함유층은, 기재와 제2전극의 사이라면 어떠한 위치에 형성되어도 좋은 바, 예컨대 기재와 제1전극
의 사이, 제1전극과 EL층의 사이, EL층이 복수층으로 이루어진 경우의 그들의 EL층 사이 또는 EL층과 제2전극의 사이
를 들 수 있다. 이중 광촉매함유층이 제1전극과 EL층의 사이에 형성되고, EL층을 패터닝하는 것이 바람직하다. 또, 광
촉매함유층은 1층뿐만 아니라 복수층 형성해도 좋은데, 그 경우는 광촉매함유층상에 형성되는 복수층의 패터닝을 용이
하면서 고품질로 실현할 수 있다.
    

광촉매함유층의 막두께는, 너무 얇으면 유성의 차이가 명확하게는 발현하지 않게 되어 패터닝이 곤란해지는 일, 너무 
두꺼우면 정공 또는 전자의 수송을 저해하여 EL소자의 발광에 악영향을 미치기 때문에, 바람직하게는 50∼2000Å, 보
다 바람직하게는 100∼1000Å으로 한다.

    
광촉매함유층의 두께는, 50∼2000Å의 범위로 할 수 있지만, 도 2에 나타낸 제1 EL소자에 있어서는, 광촉매함유층(2
2)은 발광층(23)의 패터닝층으로서 기능함과 더불어, 그 절연성을 이용하여 전극(21, 24) 사이의 도통을 방지하는 층
으로서도 기능한다. 일반적으로, EL소자에 있어서는, 발광층의 막두께는 전극층에 비해 극히 박막이고, 예컨대 증착형
성되는 전극층의 요철(凹凸)에 의해 전극(21, 24) 사이의 도통이 생기기 쉽다고 하는 문제를 갖지만, 유성변화성분층
을 형성함으로써 그것을 방지할 수 있다. 그러나, 발광층(23)의 발광효율을 고려하면, 전압인가시에 있어서 전극(21, 
24)으로부터의 발광층(23)으로의 전하주입성을 확보할 필요가 있고, 그 때문에 유성변화성분층의 막두께는 전하주입
을 가능하게 하는 막두께인 1000Å 이하로 하는 것이 바람직하여 100∼1000Å으로 할 수 있다. 또, 발광층을 후술하
는 바와 같이 버퍼층이나 전하수송층을 매개해서 전극상에 패턴형성하는 경우에는, 버퍼층, 전하수송층을 각각 유성변
화성분층상에 패터닝하고, 발광층과 마찬가지로 형성하면 좋지만, 그 경우에는 각각의 유성변화성분층의 총 막두께와, 
전극으로부터의 발광층으로의 전하이동성을 고려하여 설정할 수 있다.
    

- 제4태양 -

본 발명에 있어서 광촉매함유층은, 발광특성 향상물질을 함유하고 있다.

광촉매함유층의 막두께는, 너무 얇으면 유성의 차이가 명확하게는 발현하지 않게 되어 패터닝이 곤란해지는 일, 너무 
두꺼우면 정공 또는 전자의 수송을 저해하여 EL소자의 발광에 악영향을 미치기 때문에, 바람직하게는 50∼2000Å, 보
다 바람직하게는 100∼1000Å으로 한다.
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(유성변화의 원리)

본 발명에 있어서는, 광의 조사에 의해 근방의 물질(바인더 등)에 화학변화를 일으키는 것이 가능한 광촉매를 이용하여, 
광조사를 받은 부분에 유성의 차에 의한 패턴을 형성한다. 광촉매에 의한 작용기구는, 반드시 명확한 것은 아니지만, 광
의 조사에 의해 광촉매에 생성한 캐리어가, 바인더 등의 화학구조를 직접 변화시키거나, 혹은 산소, 물의 존재하에서 생
긴 활성산소종에 의해 바인더 등의 화학구조를 변화시킴으로써, 표면의 유성이 변화한다고 생각된다.

(광촉매재료)

본 발명에 이용되는 광촉매재료로서는, 예컨대 광반도체로서 알려져 있는 산화티탄(TiO2 ), 산화아연(ZnO), 산화주석
(SnO2 )·티탄산 스트론튬(SrTiO3 )·산화텅스텐(WO3 ), 산화비스무트(Bi2 O3 ), 산화철(Fe2 O3 )과 같은 금속산화물
을 들 수 있지만, 특히 산화티탄이 바람직하다. 산화티탄은, 밴드갭 에너지가 높고, 화학적으로 안정하며, 독성도 없고, 
입수도 용이한 점에서 유리하다.

광촉매로서의 산화티탄에 있어서는, 아나타제(anatase)형과 루틸(rutile)형의 어느것도 사용할 수 있지만, 아나타제형 
산화티탄이 바람직하다. 구체적으로는, 예컨대 염산해교형(鹽酸解膠型)의 아나타제형 티타니아졸(이시하라산교(주), 
STS-02, 평균결정자직경 7㎚), 황산해교형(硝酸解膠型)의 아나타제형 티타니아졸(닛산가가쿠, TA-15, 평균결정자
직경 12㎚)을 들 수 있다. 이러한 산화티탄은 여기파장이 380㎚ 이하에 있어 바람직하다.

광촉매함유층중의 광촉매의 양은, 5∼90중량%인 것이 바람직하다고, 20∼60중량%인 것이 보다 바람직하다.

또, 광촉매의 입자직경은 작을수록 광촉매반응이 효과적으로 일어나므로 바람직하고, 평균입자직경이 50㎚ 이하, 바람
직하게는 20㎚ 이하의 광촉매를 사용하는 것이 바람직하다. 더욱이, 광촉매의 입자직경이 작을수록 형성된 광촉매함유
층의 표면거칠기가 작아지므로 바람직하고, 광촉매함유층의 표면거칠기가 10㎚를 넘으면, 광촉매함유층의 비광조사부
의 발수성 저하, 광조사부의 친수성 발현이 불충분하게 되는 일이 있어 바람직하지 않다.

(바인더성분)

본 발명의 광촉매함유층에 이용할 수 있는 바인더는, 바람직하게는 주골격이 상기 광촉매의 광여기에 의해 분해되지 않
는 높은 결합에너지를 갖는 것으로, 예컨대 (1) 졸겔반응 등에 의해 클로로 또는 알콕시실란 등을 가수분해, 중축합(重
縮合)하여 큰 강도를 발휘하는 오르가노폴리실록산, 혹은 (2) 발수성이나 발유성이 우수한 반응성 실리콘을 가교한 오
르가노폴리실록산 등을 들 수 있다.

상기 (1)의 경우, 일반식 Y nSiX4-n (n=1∼3)으로 표현되는 규소화합물의 1종 또는 2종 이상의 가수분해 축합물, 공
가수분해 화합물이 주체일 수 있다. 상기 일반식에서는, Y는 예컨대 알킬기, 플루오로알킬기, 비닐기, 아미노기 또는 에
폭시기일 수 있고, X는 예컨대 할로겐, 메톡실기, 에톡실기, 또는 아세틸기일 수 있다.

    
구체적으로는, 메틸트리클로르실란, 메틸트리브롬실란, 메틸트리메톡시실란, 메틸트리에톡시실란, 메틸트리이소프로폭
시실란, 메틸트리t-부톡시실란; 에틸트리클로르실란, 에틸트리브롬실란, 에틸트리메톡시실란, 에틸트리에톡시실란, 에
틸트리이소프로폭시실란, 에틸트리t-부톡시실란; n-프로필트리클로르실란, n-프로필트리브롬실란, n-프로필트리메
톡시실란, n-프로필트리에톡시실란, n-프로필트리이소프로폭시실란, n-프로필트리t-부톡시실란, n-헥실트리클로
르실란, n-헥실브롬실란, n-헥실트리메톡시실란, n-헥실트리에톡시실란, n-헥실트리이소프로폭시실란, n-헥실트리
t-부톡시실란; n-데실트리클로르실란, 데실트리브롬실란, n-데실트리메톡시실란, n-데실트리에톡시실란, n-데실트
리이소프로폭시실란, n-데실트리t-부톡시실란; n-옥타데실트리클로르실란, n-옥타데실트리브롬실란, n-옥타데실
트리메톡시실란, n-옥타데실트리에톡시실란, n-옥타데실트리이소프로폭시실란, n-옥타데실트리t-부톡시실란; 페닐
트리클로르실란, 페닐트리브롬실란, 페닐트리메톡시실란, 페닐트리에톡시실란, 페닐트리이소프로폭시실란, 페닐트리t
-부톡시실란; 테트라클로르실란, 테트라브롬실란, 테트라메톡시실란, 테트라에톡시실란, 테트라부톡시실란, 디메톡시
디에톡시실란; 디메틸디클로르실란, 디메틸디브롬실란, 디메틸디메톡시실란, 디메틸디에톡시실란; 디페닐디클로르실란, 
디페닐디브롬실란, 디페닐디메톡시실란, 디페닐디에톡시실란; 페닐메틸디클로르실란, 페닐메틸디브롬실란, 페닐메틸디
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메톡시실란, 페닐메틸디에톡시실란; 트리클로르히드록시실란, 트리브롬히드록시실란, 트리메톡시히드록시실란, 트리에
톡시히드록시실란, 트리이소프로폭시히드록시실란, 트리t-부톡시히드록시실란; 비닐트리클로르실란, 비닐트리브롬실
란, 비닐트리메톡시실란, 비닐트리에톡시실란, 비닐트리이소프로폭시실란, 비닐트리t-부톡시실란; 트리플루오로프로
필트리클로르실란, 트리플루오로프로필트리브롬실란, 트리플루오로프로필트리메톡시실란, 트리플루오로프로필트리에
톡시실란, 트리플루오로프로필트리이소프로폭시실란, 트리플루오로프로필트리t-부톡시실란; γ-글리시톡시프로필메
틸디메톡시실란, γ-글리시톡시프로필메틸디에톡시실란, γ-글리시톡시프로필트리메톡시실란, γ-글리시톡시프로필
트리에톡시실란, γ-글리시톡시프로필이소프로폭시실란, γ-글리시톡시프로필트리t-부톡시실란; γ-메타아크릴록
시프로필메틸디메톡시실란, γ-메타아크릴록시프로필에틸디에톡시실란, γ-메타아크릴록시프로필트리메톡시실란, γ
-메타아크릴록시프로필트리에톡시실란, γ-메타아크릴록시프로필트리이소프로폭시실란, γ-메타아크릴록시프로필
트리t-부톡시실란; γ-아미노프로필메틸디메톡시실란, γ-아미노프로필메틸디에톡시실란, γ-아미노프로필트리메
톡시실란, γ-아미노프로필트리에톡시실란, γ-아미노프로필트리이소프로폭시실란, γ-아미노프로필트리t-부톡시
실란; γ-머르캅토프로필메틸디메톡시실란, γ-머르캅토프로필메틸디에톡시실란, γ-머르캅토프로필트리메톡시실란, 
γ-머르캅토프로필트리에톡시실란, γ-머르캅토프로필트리이소프로폭시실란, γ-머르캅토프로필트리t-부톡시실란
; β-(3,4-에톡시시클로헥실)에틸트리메톡시실란, β-(3,4-에톡시시클로헥실)에틸트리에톡시실란; 및 이들의 부분 
가수분해물; 및 이들의 혼합물을 들 수 있다.
    

또, 바인더로서 특히 바람직하게는 플루오로알킬기를 함유한 폴리실록산을 사용할 수 있고, 구체적으로는 다음의 플루
오로알킬실란의 1종 또는 2종 이상의 가수분해 축합물, 공가수분해 축합물을 들 수 있고, 또 일반적으로 불산계 실란결
합제로서 알려져 있는 것을 사용해도 좋다.
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상기와 같은 플루오로알킬기를 함유한 폴리실록산을 바인더로서 사용함으로써, 광촉매함유층의 비광조사부의 발수성 
및 발유성이 크게 향상된다.

상기 (2)의 반응성 실리콘으로서는, 다음 일반식으로 표현되는 골격을 갖는 화합물을 들 수 있다.

단, n은 2 이상의 정수, R 1 , R2 는 각각 탄소수 1∼10의 치환 또는 비치환의 알킬, 알케닐, 아릴 혹은 시아노알킬기일 
수 있다. 바람직하게는 전체의 40몰% 이하가 비닐, 페닐, 할로겐화 페닐일 수 있다. 또, R 1 및/또는 R2 가 메틸기인 것
이 표면에너지가 가장 작아지므로 바람직하고, 바람직하게는 메틸기가 60몰% 이상이고, 쇄(鎖)말단 또는 측쇄(側鎖)
에는 분자쇄중에 적어도 1개 이상의 수산기 등의 반응성 기를 갖는다.

또, 상기의 오르가노폴리실록산과 더불어 메틸폴리실록산과 같은 가교반응을 일으키지 않는 안정한 오르가노실리콘화
합물을 바인더에 혼합해도 좋다.

(발광특성 향상물질 - 제4태양의 경우 -)

본 발명의 EL소자의 광촉매함유층이 함유할 수 있는 발광특성 향상물질은, EL층의 발광특성을 높이는 물질, 예컨대 발
광층 등의 EL층으로의 정공 또는 전자의 주입을 촉진하는 물질이면 특별히 한정되지 않는다. 본 발명에 있어서는, 발광
특성 향상물질을 광촉매함유층에 첨가해도, 의외로도 광조사후의 광촉매함유층의 유성에는 거의 영향을 미치지 않는다.

    
광촉매함유층이 EL층과 음극의 사이에 형성되는 경우, 유효한 발광특성 향상물질로서는, 전형적으로는 종래 EL층의 정
공주입층 또는 양극 버퍼층에 첨가되는 정공주입특성 향상물질재료, 예컨대 페닐아민계, 스타버스트(starburst)형 아
민계, 프탈로시아닌계, 산화바나듐, 산화몰리브덴, 산화루테늄, 산화알루미늄 등의 산화물, 비정질 카본, 폴리아닐린, 
폴리티오펜 유도체 등을 들 수 있다. 이들 정공주입특성 향상물질의 첨가량은 광촉매함유층의 기능을 손상하지 않도록 
10∼90중량%, 보다 바람직하게는 30∼70중량%로 한다.
    

또, 광촉매함유층이 EL층과 양극의 사이에 형성되는 경우에 유효한 물질로서는, 예컨대 다음과 같은 정공수송재료를 
들 수 있다.

＜정공수송성 재료＞ 옥사디아졸계, 옥사졸계, 트리아졸계, 티아졸계, 트리페닐메탄계, 스티릴계, 피라조린계, 히드라존
계, 방향족아민계, 카르바졸계, 폴리비닐카르바졸계, 스틸벤계, 에나민계, 아신계, 트리페닐아민계, 부타디엔계, 다환방
향족화합물계, 스틸벤 이량체 등, 보다 바람직하게는 부타디엔계, 에나민계, 히드라존계, 트리페닐아민계가 이온화 포
텐셜이 작은 점에서 바람직하다. 또, 정공수송제 중 π공역계 고분자로서는, 폴리아세틸렌, 폴리디아세틸렌, 폴리(P-
페닐렌), 폴리(P-페닐렌술파이드), 폴리(P-페닐렌옥시드), 폴리(1,6-헵타딘), 폴리(P-페닐렌비닐렌), 폴리(2,5-
티에닐렌), 폴리(2,5-피롤), 폴리(m-페닐렌술파이드), 폴리(4,4'-비페닐렌) 등을 들 수 있다. 전하이동 고분자 착체
로서는, 폴리스티렌ㆍAgClO4 , 폴리비닐나프탈렌ㆍTCNE, 폴리비닐나프탈렌ㆍP-CA, 폴리페닐나프탈렌ㆍDDQ, 폴리
비닐메틸렌ㆍTCNE, 폴리나프아세틸렌ㆍTCNE, 폴리비닐안트라센ㆍBr2 , 폴리비닐안세라센ㆍI2 , 폴리비닐안세라센ㆍ
TNB, 폴리디메틸아미노스티렌ㆍCA, 폴리비닐이미다졸ㆍCQ, 폴리P-페닐렌I2 ㆍ폴리-1-비닐피리딘ㆍI2 , 폴리-4-
비닐피리딘ㆍI2 , 폴리-P-1-페닐렌ㆍI2 , 폴리비닐피리디움ㆍTCNQ 등을 들 수 있다. 또, 저분자 전하이동 착체로서
는 TCNQ-TTF 등을, 금속 착체 고분자로서는 폴리동프탈로시아닌 등을 들 수 있다. 이들 정공수송성 재료의 첨가량
은 광촉매함유층의 기능을 손상하지 않기 위해 10∼90중량％, 보다 바람직하게는 30∼70％로 한다.

    
또, 광촉매함유층이 EL층과 음극의 사이에 형성되는 경우에 유효한 발광특성 향상물질로서는, 전형적으로는 종래 EL층
의 전자주입층 또는 음극 버퍼층에 첨가되는 전자주입특성 향상물질재료, 예컨대 알루미리튬, 불화리튬, 스트론튬, 산
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화마그네슘, 불화마그네슘, 불화스트론튬, 불화칼슘, 불화바륨, 산화알루미늄, 산화스트론튬, 칼슘, 폴리메틸메타크릴레
이트, 폴리스티렌술폰산나트륨 등의 재료를 들 수 있다. 또, 이들 전자주입특성 향상물질의 첨가량은 광촉매함유층의 
기능을 손상하지 않기 위해 10∼90중량％, 보다 바람직하게는 30∼70중량％로 한다.
    

또, 광촉매함유층의 배치위치와 관계없이 첨가하기에 유효한 물질로서는, 전형적으로는 종래의 EL층의 발광층에 첨가
되는 다음과 같은 발색재료를 들 수 있다.

＜색소계＞ 시클로펜타디엔유도체, 테트라페닐부타디엔유도체, 트리페닐아민유도체, 옥사디아졸유도체, 피라조퀴놀린
유도체, 디스티릴벤젠유도체, 디스티릴아릴렌유도체, 시롤유도체, 티오펜고리화합물, 피리딘고리화합물, 페리논유도체, 
페릴렌유도체, 올리고티오펜유도체, 트리푸마닐아민유도체, 옥사디아졸다이머, 비라조린다이머.

＜금속착체계＞ 알루미퀴놀리놀착체, 벤조퀴놀리놀베릴륨착체, 벤조옥사졸아연착체, 벤조티아졸아연착체, 아조메틸아
연착체, 포르피린아연착체, 유로비움착체 등, 중심금속에 Al, Zn, Be 등 또는 Tb, Eu, Dy 등의 희토류금속을 갖고, 배
위자에 옥사디아졸, 티아디아졸, 페닐피리딘, 페닐벤조이미다졸, 퀴놀린구조 등을 갖는 금속착체.

＜고분자계＞ 폴리파라페닐렌비닐렌유도체, 폴리티오펜유도체, 폴리파라페닐렌유도체, 폴리실란유도체, 폴리아세틸렌
유도체, 폴리비닐카르바졸 등 폴리플루오렌유도체.

또, 이들 발색재료의 첨가량은 광촉매함유층의 기능을 손상하지 않기 위해 10∼90중량%, 보다 바람직하게는 30∼70
중량%로 한다.

더욱이, 광촉매함유층의 배치위치와 관계없이 첨가하기에 유효한 물질로서는, 다음과 같은 도핑재료도 들 수 있다.

＜도핑재료＞ 페릴렌유도체, 쿠마린유도체, 루브렌유도체, 퀴나크리돈유도체, 스쿠알륨유도체, 포르피린유도체, 스티릴
계 색소, 테트라센유도체, 피라졸린유도체, 데카시클렌, 페노퀴사존. 이들 도핑재료의 첨가량은 광촉매함유층의 기능을 
손상하지 않기 위해 10∼90중량%, 보다 바람직하게는 30∼70중량%로 한다.

＜금속염＞

또, 유효한 발광특성 향상물질로서는, 다음의 금속염도 들 수 있다. FeC

이들은 광촉매함유층내의 산화티탄 및 바인더의 합에 대해 0.01∼50중량%, 바람직하게는 0.1∼10중량% 첨가하면 좋
다.
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(광촉매함유층에 사용되는 그 외의 성분)

    
본 발명에 이용되는 광촉매함유층에는, 미노광부의 유성을 저하시키기 위해 계면활성제를 함유시킬 수 있다. 이 계면활
성제는 광촉매에 의해 분해제거되는 것이면 한정되지 않지만, 구체적으로는 바람직하게는 예컨대 니폰 사팍턴트고교제
: NIKKOL BL, BC, BO, BB의 각 시리즈 등의 탄화수소계의 계면활성제, 듀폰사제: ZONYL FSN, FSO, 아사히 글라
스제: 사프론 S-141, 145, 다이니폰잉크제: 메가팍 F-141, 144, 네오스제: 후타젠트 F-200, F251, 다이킨고교제
: 유니다인 DS-401, 402, 3M제: 후로라드 FC-170, 176 등의 불소계 혹은 실리콘계의 비이온 계면활성제를 들 수 
있다. 또, 카티온계, 아니온계, 양성 계면활성제를 사용할 수도 있다.
    

    
또, 본 발명에 적합하게 이용되는 광촉매함유층에는, 다른 성분, 예컨대 폴리비닐알콜, 불포화폴리에스테르, 아크릴수
지, 폴리에틸렌, 디아릴프탈레이트, 에틸렌프로필렌디엔모노머, 에폭시수지, 페놀수지, 폴리우레탄, 멜라민수지, 폴리카
보네이트, 폴리염화비닐, 폴리아미드, 폴리이미드, 스티렌부타디엔고무, 클로로프렌고무, 폴리프로필렌, 폴리부틸렌, 폴
리스티렌, 폴리초산(酢酸)비닐, 나일론, 폴리에스테르, 폴리부타디엔, 폴리벤조이미다졸, 폴리아크릴로니트릴, 에피크
롤히드린, 폴리술파이드, 폴리이소프렌 등의 올리고머, 폴리머를 함유할 수 있다.
    

더욱이, 본 발명에 이용되는 광촉매함유층에는, 광촉매의 광활성을 증감시키는 성분인 증감색소를 함유하고 있어도 좋
다. 이러한 증감색소의 첨가에 의해, 낮은 노광량으로 유성을 변화시키거나 혹은 다른 파장의 노광으로 유성을 변화시
킬 수 있다.

(광촉매함유층의 형성방법)

광촉매함유층의 형성방법은 특별히 한정되지 않지만, 예컨대 광촉매를 함유한 도포액을, 스핀코트, 스프레이코트, 디프
(deep)코트, 롤코트, 비드(bead)코트 등의 방법에 의해 기재에 도포하여 형성할 수 있다.

광촉매 등을 함유한 도포액을 사용하는 경우에, 도포액에 사용할 수 있는 용제로서는, 특별히 한정되지 않지만, 예컨대 
에탄올, 이소프로파놀 등의 알콜계의 유기용제를 들 수 있다.

바인더로서 자외선경화형의 성분을 함유하고 있는 경우, 자외선을 조사하여 경화처리를 행함으로써 광촉매함유층을 형
성할 수도 있다.

(광촉매를 작용시키는 조사광선)

광촉매를 작용시키기 위한 조사광선은, 광촉매를 여기할 수 있으면 한정되지 않는다. 이러한 것으로서는 자외선, 가시
광선, 적외선 외에, 이들 광선보다도 더 단파장 또는 장파장의 전자파, 방사선일 수 있다.

예컨대 광촉매로서, 아나타제형 티타니아를 사용하는 경우는, 여기파장이 380㎚ 이하로 되므로, 광촉매의 여기는 자외
선에 의해 행할 수 있다. 이러한 자외선을 발하는 것으로서는, 수은램프, 메탈할라이드 램프, 크세논 램프, 엑시머 레이
저, 그 외의 자외선 광원을 사용할 수 있다.

다른 광조사에 의한 유성변화성분층

    
유성변화성분층으로서는, 상기와 같은 광촉매함유층 외에, 유기고분자수지층을 사용할 수 있다. 폴리카보네이트, 폴리
에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리아미드, 폴리스티렌 등의 유기고분자는, 자외선, 특히 250㎚ 이하의 단파장성
분을 많이 포함하고 있는 자외선을 조사함으로써 고분자쇄(鎖)가 절단되어 저분자화하고, 그 결과 표면조화(表面粗化)
가 생겨 유성을 변화시켜 고친수성 즉 적층재료와의 친화성으로 된다. 이것을 이용하여, 광조사부와 비광조사부의 유성
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에 커다란 차이를 발생시켜 적층재료와의 친화성을 높일 수 있고, 적층재료의 패터닝을 가능하게 할 수 있다.
    

EL층

본 발명의 EL소자에 형성되는 EL층은, 전계발광을 일으키는 것이면 한정되지 않는다. 또, EL층은 제1전극상(제1전극
과 제2전극의 사이)에 형성되지만, 제1전극상에 직접 형성되는 것이어도, 필요에 따라 제1전극과 EL층의 사이에 광촉
매함유층 혹은 다른 층을 개재(介在)시킨 것이어도 좋다.

본 발명의 EL층은 더욱이, 그 구성요소로서, 필수의 층으로서 발광층, 임의의 층으로서 발광층에 정공을 수송하는 정공
수송층 및 전자를 수송하는 전자수송층(이들은 통합하여 전하수송층이라고 부르는 경우가 있다), 및 발광층 또는 정공
수송층에 정공을 주입하는 정공주입층 및 발광층 또는 전자수송층에 전자를 주입하는 전자주입층(이들은 통합하여 전
하주입층이라고 부르는 경우가 있다)을 형성할 수 있다.

이들 EL층을 구성하는 재료로서는, 예컨대 다음의 것을 들 수 있다.

(발광층)

＜색소계＞ 시클로펜타디엔유도체, 테트라페닐부타디엔유도체, 트리페닐아민유도체, 옥사디아졸유도체, 피라조퀴놀린
유도체, 디스티릴벤젠유도체, 디스티릴아릴렌유도체, 시롤유도체, 티오펜고리화합물, 피리딘고리화합물, 페리논유도체, 
페릴렌유도체, 올리고티오펜유도체, 트리푸마닐아민유도체, 옥사디아졸다이머, 비라조린다이머.

＜금속착체계＞ 알루미퀴놀리놀착체, 벤조퀴놀리놀베릴륨착체, 벤조옥사졸아연착체, 벤조티아졸아연착체, 아조메틸아
연착체, 포르피린아연착체, 유로비움착체 등, 중심금속에 Al, Zn, Be 등 또는 Tb, Eu, Dy 등의 희토류금속을 갖고, 배
위자에 옥사디아졸, 티아디아졸, 페닐피리딘, 페닐벤조이미다졸, 퀴놀린구조 등을 갖는 금속착체.

＜고분자계＞ 폴리파라페닐렌비닐렌유도체, 폴리티오펜유도체, 폴리파라페닐렌유도체, 폴리실란유도체, 폴리아세틸렌
유도체, 폴리비닐카르바졸 등 폴리플루오렌유도체.

(도핑재료)

페릴렌유도체, 쿠마린유도체, 루브렌유도체, 퀴나크리돈유도체, 스쿠알륨유도체, 포르피린유도체, 스티릴계 색소, 테트
라센유도체, 피라졸린유도체, 데카시클렌, 페노퀴사존.

(정공주입층(양극 버퍼재료))

페닐아민계, 스타버스트형 아민계, 프탈로시아닌계, 산화바나듐, 산화몰리브덴, 산화루테늄, 산화알루미늄 등의 산화물, 
비정질 카본, 폴리아닐린, 폴리티오펜 유도체.

(전자주입층(음극 버퍼재료))

알루미리튬, 불화리튬, 스트론튬, 산화마그네슘, 불화마그네슘, 불화스트론튬, 불화칼슘, 불화바륨, 산화알루미늄, 산화
스트론튬, 칼슘, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리스티렌술폰산나트륨

(EL층내의 격벽층 재료)

EL층에는 격벽층을 형성할 수 있고, 이 격벽층은 다른 색을 발광하는 EL층을 조합시킬 때에 특히 유용하다. 이러한 재
료로서는, 감광성 폴리이미드수지, 아크릴계 수지, 그 밖에 광경화형 수지, 열경화형 수지, 발수성 수지 등을 들 수 있다.

제1전극 및 제2전극
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본 명세서에 있어서는, 먼저 형성한 전극을 제1전극, 그 후 EL층상에 형성한 전극을 제2전극이라 부른다. 이들 전극은, 
특별히 한정되지 않지만, 바람직하게는 전극은 양극과 음극으로 이루어지고, 이 경우 제1전극은 양극, 음극의 어느 것
이어도 좋다. 양극과 음극의 어느 쪽인가 한쪽이 투명 또는 반투명이다. 투명전극으로 하면 직시형(直視型) EL소자로 
할 수 있고, 또 어느 한쪽을 반사전극으로 함으로써 반사형 EL소자로 할 수 있다.

    
양극으로서는, 정공이 주입되기 쉽도록 일함수가 큰 도전성 재료가 바람직하고, 반대로 음극으로서는 전자가 주입되기 
쉽도록 일함수가 작은 도전성 재료가 바람직하다. 또, 복수의 재료를 혼합시켜도 좋다. 어느 전극도, 저항은 가능한 한 
작은 것이 바람직하고, 일반적으로는 금속재료가 사용되지만, 유기물 혹은 무기화합물을 사용해도 좋다. 구체적으로는, 
바람직한 양극재료는 ITO, 산화인듐, 금, 폴리아닐린, 음극재료로서는 마그네슘합금(MgAg 외), 알루미늄합금(AlLi, 
AlCa, AlMg 외), 금속칼슘 등을 들 수 있다.
    

제1전극 및 제2전극의 형성에 있어서, 전극패턴 마스크를 매개해서 상호 직교하는 패턴에 전극재료를, 통상 10㎚∼1㎛
의 막두께로 증착함으로써, 단순 매트릭스형의 EL소자를 형성할 수 있다. 또, 박막 트랜지스터를 갖는 기판상에 전극을 
형성하면 액티브 매트릭스형 EL소자를 형성할 수 있다.

기재(基材)

본 발명에 있어서 기재란, 그 위에 전극이나 EL층이 형성되는 것으로, 소망에 따라 투명재료로 이루어질 수 있지만, 불
투명재료여도 좋다. 본 발명의 EL소자에 있어서는, 기재는 제1전극 그 자신이어도 좋지만, 통상은 강도를 유지하는 기
재의 표면에 제1전극이, 직접 또는 중간층을 매개해서 형성된다.

기재로서는, 판모양의 기판, 필름, 벌크모양의 것 등일 수 있는데, 예컨대 유리판 등을 들 수 있다. 기재로서는 EL소자
에 지지성(支持性)을 부여할 수 있는 재료이면 한정되지 않는다.

절연층 - 제3태양 및 제4태양 -

본 발명의 EL소자의 적합한 태양에 있어서는, 광촉매함유층상에 부분적으로 절연층을 적어도 1층 형성할 수 있다. 이 
절연층은 바람직하게는 자외선경화수지 등의 광경화수지 또는 열경화성 수지를 함유한 재료로 이루어지고, 전극으로부
터 EL층으로의 전하의 공급을 중지하고 이 절연층 부분을 비발광부로 하여 패턴형성할 수 있다.

    
본 발명에 있어서는, 절연층으로서 자외선경화수지를 사용하면, 제조공정상 유리하여 바람직하다. 예컨대, 광촉매함유
층에 패턴노광을 행하여 노광에 의해 유성이 높아진 부분에만 절연층 형성재료를 도포하고, 전면에 자외선을 조사함으
로써, 절연층이 경화됨과 동시에 절연층이 형성되어 있지 않은 광촉매함유층이 노출하고 있는 부분의 유성이 높아진다. 
이에 따라, 더욱이 광촉매함유층상에 EL층을 형성할 수 있다. 이 경우, EL층은 광촉매함유층의 절연층이 없는 부분에
만 형성(즉 패턴노광하는 부분만 EL층을 형성한다), 전면형성(즉, 광촉매함유층의 절연층이 없는 부분과 절연층상의 
쌍방에 형성한다)의 어느 하나여도 좋고, 요구되는 제품이나 제조비용, 그 외로부터 적절히 선택할 수 있다.
    

제조방법

- 제1태양 -

본 발명의 EL소자의 제조방법은, 광촉매함유층상에 EL층이 형성되는 태양에 있어서는, 기재상에 제1전극을 형성하는 
공정과, 상기 제1전극상에 광촉매함유층을 형성하는 공정, 상기 광촉매함유층을 패턴모양으로 노광하여 유성의 차에 의
한 패턴을 형성하는 공정, 상기 광촉매함유층의 노광부상에 EL층 형성액을 도포하여 패터닝된 상기 EL층을 형성하는 
공정 및, 상기 EL층상에 제2전극을 형성하는 공정을 갖춘 제조방법이다.
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본 발명의 광촉매함유층상에 EL층이 형성되는 태양의 EL소자는, 상기의 방법에 있어서, 제1전극 대신에 기재상에 광
촉매함유층을 형성하고, 광촉매함유층의 노광부상에 상기 제1전극 형성액을 도포하여 패터닝된 상기 제1전극을 형성하
는 공정을 갖춘 것 이외는, 상기 방법과 마찬가지로 제조할 수 있다.

본 발명의 광촉매함유층상에 제2전극이 형성되는 태양의 EL소자는, 상기의 방법에 있어서, 제1전극상의 EL층상에 광
촉매함유층을 형성하고, 광촉매함유층의 노광부상에 상기 제2전극 형성액을 도포하여 패터닝된 상기 제2전극을 형성하
는 공정을 갖춘 것 이외는, 상기 방법과 마찬가지로 제조할 수 있다.

또, 광촉매함유층과 그 위에 형성되는 층 이외는, 통상의 EL소자의 제조방법에 의해 제조할 수 있다.

광촉매함유층상에 각 층을 형성하기 위해 도포되는 액체, 예컨대 EL층 형성액, 제1전극 형성액, 제2전극 형성액(이들
은 통합하여 도포액이라 부른다)은, 용매가 물 등의 극성용매인 것이 바람직하다. 이러한 극성용매를 사용한 도포액은, 
광촉매함유층의 노광부와의 유성이 높고 또한 미노광부와는 서로 겉도는 경향이 강하여 도포액을 패터닝하는데 유리하
다.

광촉매함유층으로의 도포액의 도포는, 예컨대 스핀도포법, 잉크젯법, 디프도포법, 블레이드코트법 및 광촉매함유층으로
의 적하(滴下)를 들 수 있다.

광촉매함유층상에 형성되는 EL층, 제1전극, 제2전극 등의 층의 패터닝은, 고화(固化) 전의 도포액의 상태에서 패터닝
을 행하는 방법 외에, 고화 후의 층형성된 상태에서 유성이 낮은 부분만을 박리하여 행할 수도 있다. 구체적으로는, 예
컨대 고형화(固形化) 전에 기재를 경사지게 하는 방법, 공기를 내뿜는 방법, 고형화 후에 점착(粘着) 테이프를 붙여 떼
내는 방법 등을 들 수 있다.

본 발명의 EL소자가, 풀컬러 표시의 디스플레이인 경우에는, 바람직하게는 광촉매함유층의 유성의 차에 의한 패턴에 
대응시켜 디스플레이의 화소를 형성시킨다.

- 제2태양 -

    
유성변화성분층상으로의 발광층의 형성방법으로서는, 잉크젯방식, 패턴인쇄에 의해 발광재료를 패터닝도포하는 방법, 
증착법 등을 들 수 있다. 잉크젯방식, 인쇄방식에 의한 경우에는, 유성변화성분층으로서 단색이나 R, G, B의 각 발광층
의 형성위치를 패턴노광한다. 그 후, 그 패턴에 따라 각 색의 잉크를 잉크젯장치, 인쇄장치에 의해 패턴도포한다. 그러
면 유성변화성분층에서의 단색, 또는 R, G, B 3색의 패턴에 따라 광을 조사하지 않은 부위가 잉크를 겉돌게 하기 때문
에, 패턴형상에 정확히 각 색 잉크를 부착시킬 수 있다. 그 후, 통상과 마찬가지의 EL소자의 제조법을 이용함으로써, 패
턴정밀도가 양호한 EL소자를 제조할 수 있다.
    

또, 유성변화성분층의 광조사부위는 유성이 향상되기 때문에, 잉크가 균일하게 퍼져 막두께 균일성이 향상되는 효과가 
있다.

일반적으로, 고분자재료계는 잉크젯법, 도포법, 패턴인쇄법에 의한 도포법에 의해, 저분자재료는 증착법에 의해 성막되
지만, 저분자재료를 수지 등에 분산시켜 고분자재료와 마찬가지로 도포법에 의해 성막해도 좋고, 또 고분자재료계에 있
어서도 반대로 증착법에 의해 적층해도 좋다.

    
또, 단색 또는 R, G, B 3색을 유성변화성분층상에 균일하게 도포함으로써 형성할 수도 있다. R, G, B 3색의 경우에는, 
유성변화성분층으로서 R, G, B에서의 어느 1색의 형성위치를 패턴노광한 후, 어느 1색의 잉크를 디프코팅하고, 광을 
조사하지 않은 부위에 있어서는 잉크를 겉돌게 하는 것을 이용하여 1색째의 패터닝을 행하며, 다음에 그 위에 유성변화
성분층을 균일하게 도포한 후, 2색째의 형성위치를 패턴노광하고, 마찬가지로 2색째의 패터닝을 행하며, 최후로 더욱이 
유성변화성분층을 균일하게 도포한 후, 3색째의 형성위치를 패턴노광하고, 마찬가지로 3색째의 패터닝을 행한다. 이에 
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따라, R, G, B 3색의 발광층을 교대로 배열시킬 수 있고, 패턴정밀도가 양호한 EL소자로 할 수 있다.
    

    
또, 단색 또는 R, G, B 3색을 균일하게 도포함으로써 형성할 수도 있다. 이 경우에는, 유성변화성분층의 패터닝에 의해, 
광이 조사한 부위에 있어서는 증착층과의 결합성이 높고, 또 광이 조사하지 않은 부분에 있어서는 증착층과의 결합성이 
낮은 것을 이용하고, 광이 조사하지 않은 부분의 증착층을 점착 테이프 등을 이용하여 용이하게 박리제거할 수 있는 것
을 이용한다. R, G, B 3색의 형성방법의 경우는, 상술한 균일 도포법에서의 형성방법과 마찬가지로 하여 형성할 수 있
고, 패턴정밀도가 양호한 EL소자로 할 수 있다.
    

발광층 형성재료는, 잉크젯방식, 패턴인쇄방식, 균일도포방식에 있어서는 수용성 용액, 유기용제용액 등으로 되어 형성
된다. 또, 증착시에는, 고분자재료도 가능하지만 저분자재료의 대부분이 예시되고, 발광층의 막두께로서는 1㎚∼2㎛, 
바람직하게는 10㎚∼200㎚이다.

    
다음에는 본 발명의 제2태양의 제1 EL소자의 제조방법에 대해 도 8에 의거 설명한다. 제1 EL소자는, 먼저 도 8a에 나
타낸 바와 같이 패턴전극(8)상에 유성변화성분층을 균일하게 도포법에 의해 적층한 후, 도 8b에 나타낸 바와 같이 전
극패턴과 동일 패턴의 마스크 또는 노광부가 전극패턴과 동일하거나 그보다 넓은 마스크를 사용해 자외선 조사하여 전
극상의 유성변화성분층 표면을 광조사부위로 한다. 이 때 전극(81) 사이의 단락방지를 목적으로 하여, 패터닝된 전극
(81)의 에지부분 및 전극(81)의 사이를 절연층(89)으로 덮는 것이 바람직하다.
    

    
이어서, 전극패턴 상부에 잉크젯방식 등에 의해 발광층을 적층한다. 도포액을 사용하여 적층한 경우에는, 유성변화성분
층의 광조사하지 않은 부위에 도포된 발광층 형성재료는 겉돌게 되고, 전극상의 광조사부위에만 정확하게 발광층이 적
층된다. 증착 또는 전면도포에 의해 형성한 경우에는, 광조사하지 않은 부위에서의 발광층을 점착 테이프 등을 이용하
여 박리·제거하면 좋다. 최후로, 도시는 생략하지만, 대향 패턴전극을 전극(81)과 직교시켜 패턴증착함으로써, 제1 
EL소자가 제조된다.
    

제2태양의 제2 EL소자의 제조방법에 대해 도 9에 의거 설명한다. 제2 EL소자는, 도 9b에 나타낸 바와 같이 전극패턴
의 네가티브 패턴마스크 또는 노광부가 전극패턴보다도 좁아지는 패턴의 마스크를 사용해 자외선 조사하여 전극간의 
경계부분에서의 유성변화성분층을 광조사부위로 한다. 이 때 전극(91) 사이의 단락방지를 목적으로 하여, 패터닝된 전
극(91)의 에지부분 및 전극(91)의 사이를 절연층(99)으로 덮는 것이 바람직하다.

이어서, 전극패턴 사이에 잉크젯방식 등을 사용하여 격벽층을 적층한다. 도포방식에 의해 적층한 경우에는, 유성변화성
분층의 광조사하지 않은 부위에 도포된 격벽층 형성재료는 겉돌게 되고, 광조사부위에만 정확히 패터닝된다. 한편, 증
착에 의해 형성한 경우에는, 광조사하지 않은 부위에서의 발광층을 점착 테이프 등을 이용하여 박리·제거하면 좋다.

더욱이, 도 9c에 나타낸 바와 같이 자외선을 조사하여 전극상의 유성변화성분층을 광조사부위로 하고, 도 9d에 나타낸 
바와 같이 격벽 사이이면서 전극상에 잉크젯방식 등을 이용하여 발광층을 적층한다.

최후로, 도시는 생략하지만, 대향 패턴전극을 전극(91)과 직교시켜 패턴증착함으로써, 제2 EL소자가 제조된다.

    
제2태양의 제3 EL소자의 제조방법에 대해 도 10에 의거 설명한다. 제3 EL소자는, 먼저 도 10a에 나타낸 바와 같이 기
재(106)상에 유성변화성분층(102)을 도포한 후, 패턴전극을 형성한다. 이 때 전극(101)을 형성하는 부분의 유성변화
성분층을 미리 패턴노광해 두는 것이 바람직하다. 이어서, 도 10b에 나타낸 바와 같이 패턴전극 상부에 발광층을 잉크
젯방식 등을 사용하여 적층한 후, 도 10c에 나타낸 바와 같이 패턴전극 사이의 경계부분인 유성변화성분층을 마스크를 
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매개해서 광조사부위로 한다. 이어서, 도 10d에 나타낸 바와 같이 격벽층을 잉크젯방식 등을 사용하여 적층한다. 최후
로, 도시는 생략하지만, 대향 패턴전극을 전극(101)과 직교시켜 패턴증착함으로써, 제3 EL소자가 제조된다.
    

- 제3태양 -

본 발명의 EL소자의 제조방법은, 광촉매함유층상에 광조사에 의해 유성이 다른 패턴을 형성하고, 그 유성의 차를 이용
하여 유성이 높은 부분에 EL층 또는 절연층을 형성함으로써 전극패턴과 다른 패턴발광을 하는 점에 특징이 있다.

구체적인 태양으로서는, 대향하는 전극과, 상기 대향하는 전극의 사이에 EL층을 갖추어 이루어진 EL소자의 제조방법에 
있어서, 상기 한쪽의 전극상에 광촉매함유층을 형성하는 공정과, 상기 광촉매함유층을 패턴모양으로 노광하여 유성의 
차에 의한 패턴을 형성하는 공정, 상기 광촉매함유층의 노광부상에 전하주입층, 전하수송층 및 발광층의 적어도 1층을 
형성하는 공정 및, 다른쪽의 전극을 형성하는 공정에 의해 EL소자를 제조하는 방법이 있다.

다른 태양으로서는, 광촉매함유층상의 유성의 차에 의한 패턴을 형성한 후, 광촉매함유층의 노광부상에 절연층을 형성
하는 공정과 절연층을 형성하고 있지 않은 부분 혹은 전면을 노광한 후에 절연층을 형성한 광촉매함유층상에 EL층을 
형성하는 공정과, 다른쪽의 전극을 형성하는 공정을 갖춘 방법을 들 수 있다.

더욱 다른 태양으로서는, 광촉매함유층상의 유성의 차에 의한 패턴을 형성한 후, 광촉매함유층의 노광부상에 자외선경
화수지로 이루어진 절연층을 형성하는 공정과, 절연층을 형성한 광촉매함유층을 전면노광한 후에 전하주입층, 전하수송
층 및 발광층의 적어도 1층을 형성하는 공정 및, 다른쪽의 전극을 형성하는 공정을 갖춘 방법을 들 수 있다.

    
상기의 방법에 있어서, 패터닝된 광촉매함유층상에 EL층 또는 절연성 수지층을 형성하는 방법으로서는, 예컨대 EL층 
또는 절연성 수지층의 재료를 도포, 잉크젯, 또는 증착에 의해 광촉매함유층에 부착시킨 것을 들 수 있다. 이 경우, 전형
적으로는 부착시킨 시점에서 패터닝되지만, 소망에 따라 전면도포후의 고형화 후 또는 고형화 전에 물리적 또는 화학적 
에너지를 가함으로써 유성이 낮은 부분을 제거하여 패턴이 형성되는 방법이어도 좋다. 이러한 제거방법으로서는, 예컨
대 접착 테이프 등에 의한 박리나 에칭 등을 들 수 있다.
    

또한, 본 발명의 EL소자는, 전형적으로는 상기의 방법으로 제조되지만, 상기와 다른 방법으로 제조되어도 좋고, 더욱이 
상기 방법과 다른 방법이 아니면 제조할 수 없는 구조를 갖는 것이어도 좋다. 예컨대, 전극과 광촉매함유층의 사이에 다
른 층이 적층되어 있어도 좋다.

- 제4태양 -

본 발명의 복수의 EL층의 사이에 광촉매함유층이 형성되는 태양의 EL소자는, 제1태양과 마찬가지의 방법에 있어서, 
제1전극상 대신에 제1 EL층상에 광촉매함유층을 형성하고, 광촉매함유층의 노광부상에 제2 EL층 형성액을 도포하여 
패터닝된 상기 제2 EL층을 형성하는 공정을 갖추고, 광촉매함유층이 발광특성 향상물질을 함유하고 있는 것 이외는 마
찬가지로 제조할 수 있다.

본 발명의 광촉매함유층상에 절연층을 형성하는 태양의 EL소자는, 광촉매함유층의 노광부상에 절연층 형성액을 도포하
여 패터닝된 절연층 형성액을 건조, 열경화, 광경화 등의 방법으로 경화하여 절연층을 형성하는 공정을 갖추고, 광촉매
함유층이 발광특성 향상물질을 함유하고 있는 것 이외는, 제1태양과 마찬가지로 제조할 수 있다.

그 외의 EL소자도, 광촉매함유층이 발광특성 향상물질을 함유하고 있는 것 이외는, 제1태양과 마찬가지의 방법에 의해 
제조할 수 있다.

효과
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본 발명에 의해 간편하게 제조할 수 있는 EL소자와 그 제조방법을 제공할 수 있다.

또, 본 발명의 EL소자는, 발광층의 정확한 패턴정밀도가 얻어짐과 더불어 표시성능이 우수하고, 전극간의 도통이라는 
문제가 없는 것으로 할 수 있다.

더욱이, 본 발명에 의해 패턴발광을 행할 수 있는 EL소자의 간편한 제조방법과, 그 방법에 의해 제조할 수 있는 EL소자
를 제공할 수 있다.

또, 본 발명에 의해 제조시의 패터닝 용이성과 우수한 발광특성을 겸비한 EL소자와 그 제조방법을 제공할 수 있다.

예

이하, 본 발명을 실시예를 참조하여 더 설명한다. 예의 번호에는, 본 발명의 제1∼제4태양에 대응하여, 각각 A, B, C, 
D의 부호를 붙이고 있다.

예A-1-1

다음 조성의 광촉매함유층 형성액 및 EL층 형성액을 조제했다.

(광촉매함유층 형성액 A-1)

아나타제형 티타니아졸(이시하라(주)제 ST-K03)플루오로알콕실란(토켐 프로
덕츠(주)제 MF-160E)1N염산이소프로필알콜

6중량부1.26중량부12중량부58.5중량부

(광촉매함유층의 형성 및 유성변화에 대해 확인)

상기 조성의 광촉매함유층용의 도포액을, 세정한 유리기판상에 스핀코터로 도포하고, 150℃, 10분간의 건조처리를 하
여 가수분해, 중축합반응을 진행시켜, 광촉매가 오르가노폴리실록산내에 강고(强固)히 고정된, 막두께 20㎚의 투명한 
광촉매함유층을 형성했다.

얻어진 광촉매함유층에, 마스크를 매개해서 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간 패턴조사를 했다. 
광조사부위와 비조사부위의 물에 대한 접촉각을, 접촉각 측정기(교와게이멘가가쿠(주)제 CA-Z형)를 이용하여 마이크
로실린지로부터 물방울을 적하하여 30초 후에 측정한 결과, 비조사부위에서의 물의 접촉각은 142°인데 반해, 조사부
위에서의 물의 접촉각은 10°이하인 바, 조사부위와 비조사부위의 유성의 상위에 의한 패턴형성이 가능함을 확인했다.

(EL층 형성액 A-1)

폴리비닐카르바졸(아난(주)제, Lot.K81127)옥사디아졸화합물(와코우쥰야쿠고
교(주)제)쿠마린6(Aldrich. Chem. Co.제)1,2디클로로에탄(쥰세이가가쿠제)

70중량부30중량부1중량부3367중량부

    
먼저, 24㎛의 간격으로 162㎛의 선폭으로 패터닝된 ITO 유리기판상에 포지티브 레지스트(ZPP-1850: 니폰제온(주)
제)를 1㎛의 막두께로 스핀도포하고, 110℃에서 90초간 건조후, 파장 365㎚의 광을 150mJ로 ITO의 선폭의 사이에 
조사, 유기아민의 현상액으로 현상했다. 이것을 130℃로 10분간 베이크(bake)함으로써, ITO 사이에 절연층을 형성했
다. 그 위에 상기의 광촉매함유층 형성액 A-1을 스핀코터에 의해 전면에 도포하고, 150℃, 10분간의 건조처리후, 가
수분해, 중축합반응을 진행시켜 광촉매가 오르가노폴리실록산내에 강고히 고정된 투명한 광촉매함유층을 막두께 100
Å으로 형성했다. 계속해서, 마스크를 매개해서 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간, ITO 선폭상
의 광촉매함유층 부위보다도 좌우 4㎛ 넒은 170㎛의 영역만 패턴조사를 행했다.
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다음에, 폴리(3,4)에틸렌디옥시티오펜/폴리스티렌술포네이트(약칭하여 PEDOT/PSS, 상품명 Baytron PTP AI 4083, 
바이엘사)를 스핀코터에 의해, 패턴조사한 광촉매함유층상에 전면도포하고, 이것을 100℃로 건조함으로써, 막두께 약 
1000Å의 PEDOT가 ITO 선폭상의 조사부위에만 도포되었다. 더욱이, 상기의 EL층 형성액 A-1을 스핀코터에 의해 
전면에 도포했다. 최후로, 동일한 마스크를 이용하여 ITO 및 유기EL층의 패턴과 직교하도록 상부전극으로서, LiF를 
5Å, 알루미늄을 2000Å의 막두께로 증착했다. ITO 전극 및 상부 Al전극을 어드레스전극으로서 구동시킴으로써, 녹색
발광이 얻어졌다.
    

예A-1-2

예A-1-1에 있어서, 광촉매함유층 형성액 A-1의 용제 이소프로필알콜의 중량부를 작게 함으로써, 광촉매함유층을 막
두께 2000Å으로 형성한 것 이외는 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, 녹색발광이 얻어졌다.

예A-1-3

예A-1-1에 있어서, PEDOT를 형성하지 않은 것 이외는 예A-1-1과 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, 녹색발
광이 얻어졌다.

예A-1-4

예A-1-2에 있어서, PEDOT를 형성하지 않은 것 이외는 예A-1-2와 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, 녹색발
광이 얻어졌다.

예A-1-5

다음 조성의 광촉매함유층 형성액 A-2를 조제한 것 이외는 예A-1-3과 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, 녹색
발광이 얻어졌다.

(광촉매함유층 형성액 A-2)

광촉매무기코팅제(이시하라(주)제 ST-K03)플루오로알콕실란(토켐 프로덕츠
(주)제 MF-160E)2N염산이소프로필알콜

2중량부0.001중량부4중량부7.5중량부

예B-1-1

예A-1-3에 있어서, 그 유기EL층용 도포액 대신에, 다음의 도포액을 조제했다.

녹색발광층용 도포액 ‥ (예A-1-3과 동일한 유기EL층용 도포액)

적색발광층용 도포액 ‥ (예A-1-3의 마스크(6) 대신에 나일레드(nale red)를

사용)

청색발광층용 도포액 ‥ (예A-1-3의 마스크(6) 대신에 페릴렌화합물을 사용)

상기의 각 성분의 구조식은 다음과 같다.

나일레드 구조식
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화학식 1

페릴렌 구조식

화학식 2

상기의 각 색의 도포액을, 잉크젯장치를 사용해 R, G, B 3색의 대응개소에 패턴조사하여 예A-1-3과 마찬가지의 방법
으로 작성했다. 절연층을 형성한 ITO전극 기판의 ITO전극의 선폭상의 광촉매함유층상에, 교대로 배열하도록 칠한 다
음, 80℃, 30분간 건조시켜 각각 막두께 100㎚의 3색의 발광층을 광조사부위에만 교대로 형성했다.

더욱이, 마스크를 이용하여, ITO전극 및 유기EL층의 패턴과 직교하도록, 상부전극으로서 AlLi합금을 150㎚의 막두께
로 증착하여 EL소자를 제작했다.

ITO전극과 상부 AlLi합금전극을 어드레스전극으로서 구동시킨 바, 표시성능이 우수한 단순매트릭스형의 3색 EL소자
가 얻어졌다.

예B-1-2

예B-1-1에 있어서, 잉크젯장치 대신에 그라비아인쇄를 사용하여 교대로 칠한 것 이외는, 예B-1-1과 마찬가지로 하
여 EL소자를 제작했다.

ITO전극과 상부 AlLi합금전극을 어드레스전극으로서 구동시킨 바, 표시성능이 우수한 단순매트릭스형의 3색 EL소자
가 얻어졌다.

예B-1-3

200㎛의 간격으로 또한 200㎛의 선폭으로 막두께 0.15㎛로 패터닝된 ITO기판을 세정한 후, 상기의 광촉매함유층을 
20㎚의 막두께로 전면에 예B-1-1과 마찬가지의 방법으로 성막했다. 이어서, 마스크를 사용하여 수은등(파장 365㎚)
에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간, ITO전극이 성막되어 있지 않은 선폭상의 광촉매함유층 부위에만 패턴조사를 행했
다.

다음에, 자외선경화형 수지(니폰가야쿠(주)제 PEG400DA)에 대해, 개시제(지바스페셜리티 케미컬즈(주)제 다로큐어 
1173)를 5중량% 첨가한 자외선경화수지액을 디프코터로 도프한 바, 광조사된 ITO전극이 성막되어 있지 않은 선폭상
의 광촉매함유층 부위에만 자외선경화수지액이 도포적층되었다.

이것에, 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 전면에 50초간 조사함으로써, 자외선경화수지가 경화하여 두
께 0.2㎛, 200㎛의 간격의 격벽층이 형성되고, 또 동시에 ITO전극이 성막된 선폭상의 광촉매함유층 부위의 유성을 향
상시켜 접촉각을 거의 0°로 했다.
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이 상태에서, 예B-1-1에서 사용한 녹색, 적색, 청색의 각각의 유기EL층용 도포액을, 잉크젯장치를 사용하여 ITO전극 
선폭상의 광촉매함유층상에 교대로 칠하였다. 이것을 80℃로 건조시킴으로써, 막두께 100㎚의 유기EL층이 격벽 사이
에 형성되었다.

더욱이, 예B-1-1과 마찬가지로 동일 마스크를 이용하여 ITO전극 및 유기EL층의 패턴과 직교하도록, 상부전극으로서 
AlLi합금을 200㎛ 선폭, 200㎛ 간격, 150㎚의 막두께로 증착하여 EL소자를 제작했다.

ITO전극과 상부 AlLi합금전극을 어드레스전극으로서 구동시킨 바, 표시성능이 우수한 단순매트릭스형의 3색 EL소자
가 얻어졌다.

예B-1-4

세정한 유리기판상에, 예B-1-1에서 기재한 광촉매함유층 도포액을 스핀코터로 도포하고, 150℃, 10분간의 건조처리
를 하여 가수분해, 중축합반응을 진행시켜, 광촉매가 오르가노폴리실록산내에 강고히 고정된, 막두께 20㎚의 투명한 광
촉매함유층을 형성했다. 이 광촉매함유층상에, 마스크를 사용하여 200㎛의 선폭, 200㎛의 간격으로 수은등(파장 365
㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초 조사한 후, ITO를 0.15㎛의 두께로 스퍼터했다.

이어서, 예B-1-1의 유기EL층용 도포액을 비드 코터에 의해 도포하면, ITO층상에만 유기EL층용 도포액이 도포적층
되었다. 이것을 오븐으로 80℃, 30분간 건조시킴으로써, 100㎚의 막두께의 유기EL 패터닝층이 얻어졌다.

다음에, 유기EL층을 형성한 측면으로부터, 200㎛의 선폭의 마스크패턴을 매개해서 유기EL층이 형성되어 있지 않은 부
위의 광촉매함유층에, 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간 조사한 후, 잉크젯장치를 사용하여 예B
-1-5 기재의 자외선경화수지액을 도포하고, 더욱이 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간, 마스크
를 매개해서 자외선경화수지액 도포부만 조사하여 0.2㎛의 막두께의 격벽층을 형성했다.

더욱이, 예B-1-1과 마찬가지로, 동일 마스크를 이용하여 ITO전극 및 유기EL층의 패턴과 직교하도록, 상부전극으로
서 AlLi합금을 200㎛ 선폭, 200㎛ 간격, 150㎚의 막두께로 증착하여 EL소자를 제작했다.

ITO전극과 상부 AlLi합금전극을 어드레스전극으로서 구동시킨 바, 표시성능이 우수한 단순매트릭스형의 3색 EL소자
가 얻어졌다.

예B-1-5

예B-1-4에 있어서, 단색의 유기EL층용 도포액 대신에, 예B-1-1 기재의 녹색, 적색, 청색의 유기EL층용 도포액을 
잉크젯장치를 사용하여 칠한 것 이외는, 예B-1-4와 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, 표시성능이 우수한 단순매
트릭스형의 3색 EL소자가 얻어졌다.

예B-2-1

예B-1-1에 있어서, 광촉매함유층을 막두께 50Å으로 형성한 것 이외는 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, EL층
의 3색의 라인패턴이 얻어지지 않았다.

예B-2-2

예B-1-1에 있어서, 광촉매함유층을 막두께 3000Å으로 형성한 것 이외는 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, 발
광은 얻어지지 않았다.

예B-2-3

예B-1-1에 있어서, 광촉매함유층이 없는 것 이외는 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, EL층의 3색의 라인패턴이 
얻어지지 않았다.
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예B-2-4

예B-1-1에 있어서, 광촉매함유층 대신에 PEDOT를 형성한 것 이외는 마찬가지로 하여 EL소자를 제작한 바, EL층의 
3색의 라인패턴이 얻어지지 않았다.

예C-1-1

(광촉매함유층 도포액의 조제)

먼저, 다음 조성의 광촉매함유층용의 도포액을 조제했다.

광촉매무기코팅제(이시하라(주)제 ST-K03)플루오로알콕실란(토켐 프로덕츠
(주)제 MF-160E)1N염산이소프로필알콜

6중량부1.26중량부12중량부58.5중량부

(광촉매함유층의 성막)

상기의 광촉매함유층 도포액을 세정한 유리기판상에 스핀코터로 도포하고, 150℃, 10분간의 건조처리후, 가수분해, 중
축합반응을 진행시켰다. 광촉매가 오르가노폴리실록산내에 강고히 고정된, 투명한 두께 20㎚의 광촉매함유층이 형성되
었다.

(광촉매함유층에서의 유성의 상위에 의한 패턴형성)

    
상기의 광촉매함유층에 마스크를 매개해서 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간 패턴조사를 행하고, 
조사부위와 비조사부위의 물에 대한 접촉각을 접촉각 측정기(교와게이멘가가쿠(주)제 CA-Z)를 이용하여 측정했다. 
측정은 마이크로실린지로부터 물방울을 적하하여 30초 후에 행했다. 그 결과, 비조사부위에서의 물의 접촉각은 142°
인데 반해, 조사부위에서의 물의 접촉각은 10°이하인 바, 조사부위와 비조사부위의 유성의 상위에 의한 패턴형성이 가
능함이 확인되었다.
    

(발광층용 도포액의 조제)

유기EL소자의 발광층 형성용으로, 다음의 조성의 도포액을 조제했다.

폴리비닐카르바졸쿠마린6옥사디아졸화합물1,1,2트리클로로에탄 70중량부1중량부30중량부663중량부

(유기EL소자의 제작)

ITO기판을 세정한 후, 상기의 광촉매함유층을 20㎚의 막두께로 전면에 성막했다. 이어서, 5㎜각의 구멍이 있는 마스크
를 매개해서, 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간 조사를 행했다.

더욱이, 유기EL층용의 도포액을 스핀코터에 의해, 패턴조사한 광촉매함유층상에 전면도포하면, 5㎜각의 조사부위에만 
유기EL층이 도포되었다. 이것을 80℃로 건조함으로써, 막두께 100㎚의 발광층이 조사부위에만 형성되었다.

그 위에 상부전극으로서, AlLi합금을 500㎚의 막두께로 전면에 증착하여 EL소자를 제조하고, 발광시킨 바, 패턴발광
이 얻어졌다.

예C-1-2
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예C-1-1과 마찬가지로, ITO기판을 세정한 후, 상기의 광촉매함유층을 20㎚의 막두께로 전면에 성막했다. 이어서, 5
㎜각의 구멍이 있는 마스크를 매개해서, 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간 조사한 후, 정공주입
층용 도포액으로서 시판의 도전성 도포액(PEDOT: Bayer사제)을 스핀도포한 바, 5㎜각의 광조사부만 도포액이 도포
되었다. 이것을 오븐으로 80℃, 30분간 가열함으로써, 5㎜각의 패턴으로, 50㎚의 막두께의 정공주입층이 형성되었다. 
그 위에 예C-1-1의 발광층을 전면에 도포하고, 이것을 80℃로 건조함으로써, 막두께 100㎚의 발광층이 전면에 형성
되었다.
    

그 위에 상부전극으로서, AlLi합금을 500㎚의 막두께로 전면에 증착하여 EL소자를 제조하고, 발광시킨 바, 패턴발광
이 얻어졌다.

예C-1-3

    
ITO기판을 세정한 후, 상기의 광촉매함유층을 20㎚의 막두께로 전면에 성막했다. 이어서, 5㎜각의 부분을 마스크하고, 
다른 부분을 수은등(파장 365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간 조사한 후, 시판의 자외선경화수지(니폰가야쿠(
주)제 상품명 PEG400DA)에 대해 개시제(지바스페셜리티 케미컬즈(주)제 상품명 다로큐어 1173)를 5중량% 첨가한 
자외선경화수지액을 스핀너로 도포하고, 5㎜각의 부분 이외에 자외선경화수지를 도포했다. 이 후, 전면에 수은등(파장 
365㎚)에 의해 70mW/㎠의 조도로 50초간 조사하여 자외선경화수지를 경화함과 더불어, 5㎜각의 부분의 유성을 향상
시켰다. 그 위에, 예C-1-1∼2의 발광층을 전면에 도포하고, 80℃로 건조시킨 후, 상부전극으로서 AlLi합금을 500㎚
의 막두께로 전면에 증착하여 EL소자를 제조하고, 발광시킨 바, 패턴발광이 얻어졌다.
    

예D-1-1

다음의 도포용 용액을 조제했다.

(도포액 D-1, 광촉매함유층 형성액)

광촉매무기코팅제(이시하라(주)제 ST-K03)플루오로알콕실란(토켐 프로덕츠
(주)제 MF-160E)1N염산이소프로필알콜

6중량부1.26중량부12중량부58.5중량부

상기 각 재료를 순서대로 혼합하고, 100℃에서 20분간 가열교반(加熱攪拌)한 것을 이소프로필알콜 10중량부로 희석
하고, 이것을 도포액 D-1(또한, 광촉매의 명칭을 DSR이라고도 한다)으로 했다.

(도포액 D-2 및 도포액 D-3, 발광특성 향상물질이 첨가된 광촉매함유층 형성액)

상기 도포액 D-1과 폴리3,4-에틸렌디옥시티오펜/폴리스티렌술포네이트수분산액(약칭 PEDOT/PSS, 상품명 Baytro
n PTPAI4083, 바이엘사)을 중량비로 각각 2대 1, 1대 2로 혼합한 것을 각각 도포액 D-2, 3으로 했다.

(도포액 D-4∼6)

FeCl3 0.0324g을 이소프로필알콜 20g에 용해시킨 액 0.157g과 도포액 D-1을 4g 혼합하여 얻어진 도포액을 D-4로 
했다.

도포액 D-4에 있어서, FeCl 3 대신에 황산동(II)3수화물을 0.0483g으로 한 것 이외는 D-4와 동일한 것을 도포액 D-
5로 했다.

도포액 D-4에 있어서, FeCl 3 대신에 황산망간(II)6수화물을 0.056g으로 한 것 이외는 D-4와 동일한 것을 도포액 D
-6으로 했다.
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(도포액 D-7, EL층 형성액)

폴리플루오렌유도체크실렌 1중량부66.67중량부

다음의 방법으로 폴리플루오렌유도체를 합성했다.

    
건조질소기류하, 플루오렌 5.0g(30mmol)을 건조테트라히드로퓨란에 용해시키고, -78℃에서 이것에 1.6M 노르말부
틸리튬헥산용액 22ml(35mmol)를 적하한 후, -78℃에서 1시간 교반했다. 이어서, 이것에 노르말헥실브로미드 4.9m
l(35mmol)를 적하하고, -78℃에서 1시간, 더욱이 실온에서 1시간 교반했다. 이어서, 마찬가지로 -78℃에서 이것에 
1.6M 노르말부틸리튬헥산용액 22ml(35mmol)를 적하한 후, -78℃에서 1시간 교반했다. 이어서, 이것에 노르말헥실
브로미드 4.9ml(35mmol)를 적하하고, -78℃에서 1시간, 더욱이 실온에서 1시간 교반했다. 빙냉하에서 물을 적하한 
후, 초산에틸로 추출하고, 황산마그네슘으로 탈수건조후 용매를 제거했다. 이것을 핵산으로 재결정함으로써 9,9-디헥
실플루오렌 9.5g(95%)을 얻었다.
    

9,9-디헥실플루오렌 2.0g(6.0mmol), 염화철(III) 0.02g(0.12mmol)을 클로로포름 9ml에 용해시키고, 차광하 0℃
에서 교반한 것에 클로로포름 3ml에 용해시킨 취소(臭素) 1.2g을 적하했다. 이것을 실온에서 18시간 교반한 후, 티오
황산나트륨수용액으로 세정하고, 황산마그네슘으로 탈수건조후 용매를 제거했다. 잔존물을 컬럼크로마토그래피(용리액
(溶離液): 헥산)로 분리정제함으로써, 2,7-디브로모-9,9-디헥실플루오렌 2.4g(92%)을 얻었다.

    
건조질소기류하, 2,7-디브로모-9,9-디헥실플루오렌 2g(4.0mmol)을 건조테트라히드로퓨란 40ml에 용해시키고, 빙
냉하에서 이것에 1.6M 노르말부틸리튬헥산용액 5.3ml(8.4mmol)를 적하한 후, 0℃에서 1시간 교반했다. 이어서, 이
것에 2-이소프로폭시-4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보란 2.0ml(10mmol)를 적하하고, 0℃에서 1시간, 더욱이 
실온에서 12시간 교반했다. 빙냉하에서 물을 적하한 후, 디에틸에테르로 추출하고, 황산마그네슘으로 탈수건조후 용매
를 제거했다. 잔존물을 에탄올로 세정한 후, 에탄올/헥산혼합용액으로 재결정함으로써 2,7-비스(4,4,5,5-테트라메틸
-1,3,2-디옥사보란-2-일)-9,9-디헥실플루오렌 1.4g(60%)을 얻었다.
    

    
건조질소기류하, 2,7-비스(4,4,5,5-테트라메틸-1,3,2-디옥사보란-2-일)-9,9-디헥실플루오렌 0.53g과 2,7-디
브로모-9,9-디헥실플루오렌 0.45g, 테트라키스(트리스페닐포스핀)팔라듐 0.02g을 건조톨루엔 18ml에 용해시키고, 
이것에 2M 탄산나트륨수용액 27ml를 가한 후, 100℃에서 48시간 가열교반했다. 냉각후 이것을 메탄올에 따르고, 고
형분을 희박염산수용액으로 세정한 후, 아세톤을 용매로 하여 속슬레(Soxhelt) 환류기로 용해성분을 제거하고 불용부
를 분리했다. 이것을 클로로포름에 용해시키고, 메탄올로 재침전을 행함으로써, 목적으로 하는 폴리플루오렌유도체를 
얻었다.
    

    
중앙에 12㎜폭의 띠모양으로 패터닝된 ITO 유리기판에 세정 및 표면처리를 실시하고, 그 위에 도포액 D-1, 2, 3, 4, 
5, 6을 스핀코터 성막했다. 이들을 세정 오븐내에서 150℃로 10분간 가열하고, 건조 및 소성(燒成)함으로써 막두께 5
0㎚의 박막을 각각 형성했다. 이어서, 도포액 D-1, 2, 3, 4, 5, 6으로 이루어진 막에 대해, 고압수은등(주파장 365㎚)
에 의해 조사량 5000mJ로 노광을 행했다. 그 위에, 상기의 도포액 D-7을 스핀코터에 의해 도포하고, 100㎚의 박막을 
형성했다. 최후로, ITO의 패턴과 직교하도록 상부전극으로서, LiF 0.5㎚, 알루미늄 150㎚를 마스크증착했다. ITO전극 
상부 Al전극을 어드레스전극으로서 구동시킴으로써, 발광이 관측되었다.
    

제작한 소자의 발광특성을 관측한 바, 도 11에 나타낸 바와 같은 휘도-전압특성이 얻어졌다. 여기서, 광촉매함유층을 
형성하지 않은 시료를 D-0으로 했다. 여기서, 도포액 D-4∼6은 도포액 D-3과 거의 마찬가지였으므로 동일 플로트로 
나타내고 있다.
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도 11에 나타낸 바와 같이, D-0에 비해, 광촉매함유층을 형성함으로써 구동전압이 저하하고 발광효율이 향상되지만, 
발광특성 향상물질을 첨가한 D-2, D-3은 발광효율이 약간 저하하지만 D-1과 비교하여 보다 저전압에서 구동하고, 
높은 휘도를 가짐을 알 수 있다.

또, 아래 표에 있어서, 발광특성 향상물질을 첨가한 D-4∼6은 D-1과 비교하여 발광효율이 향상됨을 알 수 있다.

발광효율(cd/A)

도포액D-0도포액D-1도포액D-2도포액D-3도포액D-4도포액D-5도포액D
-6

0.351.050.700.621.461.331.44

    발명의 효과

본 발명에 의해 간편하게 제조할 수 있는 EL소자와 그 제조방법을 제공할 수 있다.

또, 본 발명의 EL소자는, 발광층의 정확한 패턴정밀도가 얻어짐과 더불어 표시성능이 우수하고, 전극간의 도통이라는 
문제가 없는 것으로 할 수 있다.

더욱이, 본 발명에 의해 패턴발광을 행할 수 있는 EL소자의 간편한 제조방법과, 그 방법에 의해 제조할 수 있는 EL소자
를 제공할 수 있다.

또, 본 발명에 의해 제조시의 패터닝 용이성과 우수한 발광특성을 겸비한 EL소자와 그 제조방법을 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

적어도 제1전극과,

상기 제1전극상에 형성된 EL층 및,

상기 EL층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자로,

광조사에 의한 유성(濡性)변화성분층이 적어도 1층 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 제1전극이 기재(基材)상에 형성된 것이고,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층이 광촉매함유층이며,

상기 광촉매함유층이 상기 기재와 상기 제2전극의 사이의 어느 위치에 적어도 1층 형성되어 이루어진 것을 특징으로 
하는 EL소자.

청구항 3.

제2항에 있어서, 상기 광촉매함유층의 막두께가 50∼2000Å인 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 4.
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제2항에 있어서, 상기 광촉매함유층이 상기 제1전극과 상기 EL층의 사이에 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 E
L소자.

청구항 5.

청구항 1에 기재된 EL소자를 사용하여 이루어진 컬러표시의 디스플레이.

청구항 6.

제1항에 있어서, 상기 제1전극이 패턴모양으로 형성된 것이고,

상기 EL층이 적어도 상기 제1전극의 패턴에 대응하여 상기 제1전극상에 형성된 발광층으로 이루어지며,

상기 제2전극이 발광층상에 형성된 패턴모양의 것인 EL소자로,

상기 발광층이 상기 광조사에 의한 유성변화성분층의 노광부와 비노광부에서의 유성의 차를 이용하여 형성된 것을 특
징으로 하는 EL소자.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 EL층이, 상기 제1전극의 패턴에 대응하여 상기 제1전극상에 형성된 복수의 발광층과, 각 발광층
의 경계부에 형성된 격벽층으로 이루어지고,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층의 노광부와 비노광부에서의 유성의 차를 이용하여 상기 발광층, 상기 격벽층의 적
어도 하나가 형성된 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 8.

제6항에 있어서, 상기 발광층이 상기 전극상에 버퍼층, 전하수송층의 적어도 1층을 매개해서 형성된 것을 특징으로 하
는 EL소자.

청구항 9.

제6항에 있어서, 상기 광촉매함유층이, 노광부는 고친수성이고, 비노광부는 발수성인 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 10.

제6항에 있어서, 상기 광촉매함유층이 적어도 광촉매와 바인더로 이루어진 광촉매함유층인 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 11.

제10항에 있어서, 상기 광촉매함유층에서의 광촉매가 이산화티탄인 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 12.

제10항에 있어서, 상기 광촉매함유층에서의 바인더가 클로로 또는 알콕시실란을 가수분해, 중축합하여 얻어지는 오르
가노폴리실록산인 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 13.
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제10항에 있어서, 상기 광촉매함유층에서의 바인더가 반응성 실리콘을 가교하여 얻어지는 오르가노폴리실록산인 것을 
특징으로 하는 EL소자.

청구항 14.

제1항에 있어서, 상기 광조사에 의한 유성변화성분층이 유기고분자수지로 이루어진 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 15.

제1항에 있어서, 상기 광조사에 의한 유성변화성분층이 광촉매함유층으로,

상기 제1전극, 상기 제2전극의 어느 한 전극의 패턴형상과도 다른 패턴의 발광표시를 행할 수 있는 것을 특징으로 하는 
EL소자.

청구항 16.

제15항에 있어서, 상기 광촉매함유층상에, 적어도 1층의 패턴모양의 버퍼층, 전하주입층, 전하수송층 또는 발광층을 갖
추고, 이 패턴형상에 대응하는 발광패턴을 표시할 수 있는 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 17.

제15항에 있어서, 상기 제1전극 또는 제2전극의 어느 하나가 양극이고,

상기 양극상에 광촉매함유층을 갖추며,

상기 광촉매함유층상에 패턴모양의 정공주입층을 갖추고,

상기 정공주입층상에 발광층을 갖춘 EL소자로,

상기 정공주입층의 패턴에 대응하는 발광패턴을 표시할 수 있는 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 18.

제15항에 있어서, 상기 광촉매함유층상에, 적어도 1층의 절연패턴층을 갖추고,

상기 절연층패턴이 존재하지 않는 부분에 대응하는 발광패턴을 표시할 수 있는 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 19.

제18항에 있어서, 상기 절연층이 자외선경화수지로 이루어진 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 20.

제1항에 있어서, 상기 제1전극이 기재상에 형성된 것이고,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층이 광촉매함유층이며,

상기 광촉매함유층이 상기 기재와 상기 제2전극의 사이의 어느 위치에 적어도 1층 형성되어 이루어지고,

상기 광촉매함유층이 발광특성 향상물질을 함유하고 있는 것을 특징으로 하는 EL소자.
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청구항 21.

제20항에 있어서, 상기 광촉매함유층상에 부분적으로 절연층이 적어도 1층 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 EL
소자.

청구항 22.

제21항에 있어서, 상기 광촉매함유층상에, 광경화수지 또는 열경화성 수지로 이루어진 절연층이 적어도 1층 부분적으
로 형성되고, 상기 절연층 부분을 비발광부로 하는 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 23.

제20항에 있어서, 상기 발광특성 향상물질이 금속염으로 이루어진 것을 특징으로 하는 EL소자.

청구항 24.

적어도 광조사에 의한 유성변화성분층과, 상기 광조사에 의한 유성변화성분층상에 형성된 제1전극, 상기 제1전극상에 
형성된 EL층 및, 상기 EL층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자의 제조방법으로,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층을 패턴모양으로 노광하여 유성의 차에 의한 패턴을 형성하는 공정과,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층의 노광부상에, 상기 제1전극 형성액을 도포하여 패터닝된 상기 제1전극을 형성하
는 공정,

상기 제1전극상에 상기 EL층을 형성하는 공정 및,

상기 EL층상에 상기 제2전극을 형성하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 25.

적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 광조사에 의한 유성변화성분층, 상기 광조사에 의한 유성변화성분층상에 
형성된 EL층 및, 상기 EL층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자의 제조방법으로,

상기 제1전극상에 광조사에 의한 유성변화성분층을 형성하는 공정과,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층을 패턴모양으로 노광하여 유성의 차에 의한 패턴을 형성하는 공정,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층의 노광부상에, EL층 형성액을 도포하여 패터닝된 상기 EL층을 형성하는 공정 및,

상기 EL층상에 상기 제2전극을 형성하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 26.

적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 EL층, 상기 EL층상에 형성된 광조사에 의한 유성변화성분층 및, 상기 광
조사에 의한 유성변화성분층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자의 제조방법으로,

상기 제1전극상에 상기 EL층을 형성하는 공정과,

상기 EL층상에 광조사에 의한 유성변화성분층을 형성하는 공정,
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상기 광조사에 의한 유성변화성분층을 패턴모양으로 노광하여 유성의 차에 의한 패턴을 형성하는 공정 및,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층의 노광부상에, 상기 제2전극 형성액을 도포하여 패터닝된 상기 제2전극을 형성하
는 공정을 갖춘 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 27.

적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 제1 EL층, 상기 제1 EL층상에 형성된 광조사에 의한 유성변화성분층, 상
기 광조사에 의한 유성변화성분층상에 형성된 제2 EL층 및, 상기 제2 EL층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자
의 제조방법으로,

상기 제1전극상에 상기 제1 EL층을 형성하는 공정과,

상기 제1 EL층상에 상기 광조사에 의한 유성변화성분층을 형성하는 공정,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층을 패턴모양으로 노광하여 유성의 차에 의한 패턴을 형성하는 공정,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층의 노광부상에, 상기 제2 EL층 형성액을 도포하여 패터닝된 상기 제2 EL층을 형성
하는 공정 및,

상기 제2 EL층상에 상기 제2전극을 형성하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 28.

적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 광조사에 의한 유성변화성분층, 상기 광조사에 의한 유성변화성분층상에 
형성된 EL층 및, 상기 EL층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자의 제조방법으로,

상기 제1전극상에 광조사에 의한 유성변화성분층을 형성하는 공정과,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층을 패턴모양으로 노광하여 유성의 차에 의한 패턴을 형성하는 공정,

상기 광조사에 의한 유성변화성분층의 노광부상에, 절연층 형성액을 도포하여 패터닝된 절연층을 형성하는 공정,

상기 절연층을 형성한 광조사에 의한 유성변화성분층상에 EL층 형성액을 도포하여 EL층을 형성하는 공정 및,

상기 EL층상에 상기 제2전극을 형성하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 29.

적어도 제1전극과, 상기 제1전극상에 형성된 광조사에 의한 유성변화성분층과, 상기 광조사에 의한 유성변화성분층상
에 형성된 격벽층 및 발광층과, 상기 발광층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자의 제조방법으로,

패턴모양의 제1전극상에 광조사에 의한 유성변화성분층을 적층한 후,

상기 제1전극 패턴 사이의 경계부를 제1전극 패턴의 네가티브 패턴을 사용하여 패턴노광하는 광조사에 의한 유성변화
성분층의 패터닝공정과,

상기 광조사 부위와 광조사하지 않은 부위에서의 각각의 표면유성의 상위를 이용하여 상기 제1전극 패턴 사이의 경계
부에 격벽층을 적층하는 공정,
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이어서 전면에 광조사한 후, 상기 격벽층 사이에 발광층을 적층하는 공정 및,

상기 발광층 및 상기 격벽층상에 패턴모양의 제2전극을 적층하는 공정으로 이루어진 것을 특징으로 하는 EL소자의 제
조방법.

청구항 30.

적어도 광조사에 의한 유성변화성분층과, 상기 광조사에 의한 유성변화성분층상에 형성된 제1전극 및 격벽층과, 상기 
제1전극상에 형성된 발광층과, 상기 발광층 및 상기 격벽층상에 형성된 제2전극으로 이루어진 EL소자의 제조방법으로,

광조사에 의한 유성변화성분층상에 패턴모양의 제1전극을 형성하는 공정과,

광조사에 의한 유성변화성분층과 상기 패턴모양의 제1전극의 표면유성의 상위를 이용하여 상기 패턴모양의 제1전극 상
부에 발광층을 적층하는 공정,

이어서 패턴모양의 제1전극 사이의 경계부분에 광조사에 의한 유성변화성분층을 광조사한 후, 이 부위에 격벽층을 형성
하는 공정 및,

상기 발광층 및 상기 격벽층상에 패턴모양의 제2전극을 적층하는 공정으로 이루어진 것을 특징으로 하는 EL소자의 제
조방법.

청구항 31.

제24항 또는 제30항에 있어서, 미리 상기 광조사에 의한 유성변화성분층을 기재상에 형성하는 공정을 갖춘 것을 특징
으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 32.

제25항 내지 제29항 중 어느 한 항에 있어서, 미리 상기 제1전극을 기재상에 형성하는 공정을 갖춘 것을 특징으로 하
는 EL소자의 제조방법.

청구항 33.

제24항 내지 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 광조사에 의한 유성변화성분층이 광촉매함유층인 것을 특징으로 하는 E
L소자의 제조방법.

청구항 34.

제24항에 있어서, 상기 제1전극 형성액의 용매가 극성용매이고, 상기 제1전극 형성액의 도포를 스핀도포법, 잉크젯법, 
디프(deep)도포법, 블레이드 코트법, 인쇄법, 디스펜스법 및 상기 광촉매함유층으로의 적하(滴下)로부터 선택되는 방
법에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 35.

제25항에 있어서, 상기 EL층 형성액의 도포를 스핀도포법, 잉크젯법, 디프도포법, 블레이드 코트법, 인쇄법, 디스펜스
법 및 상기 광촉매함유층으로의 적하로부터 선택되는 방법에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 36.
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제26항에 있어서, 상기 제2전극 형성액의 용매가 극성용매이고, 상기 제2전극 형성액의 도포를 스핀도포법, 잉크젯법, 
디프도포법, 블레이드 코트법, 인쇄법, 디스펜스법 및 상기 광촉매함유층으로의 적하로부터 선택되는 방법에 의해 행하
는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 37.

제24항에 있어서, 상기 제1전극 형성액의 도포후의 제1전극의 패터닝을, 제1전극 형성액의 고형화 전에 상기 광조사에 
의한 유성변화성분층을 경사지게 하는 방법, 공기를 내뿜는 방법 및 고형화 후에 점착(粘着) 테이프를 붙여 떼내는 방
법으로부터 선택되는 방법에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 38.

제25항에 있어서, 상기 EL층 형성액의 도포후의 EL층의 패터닝을, EL층 형성액의 고형화 전에 상기 광조사에 의한 유
성변화성분층을 경사지게 하는 방법, 공기를 내뿜는 방법 및 고형화 후에 점착 테이프를 붙여 떼내는 방법으로부터 선
택되는 방법에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 39.

제26항에 있어서, 상기 제2전극 형성액의 도포후의 제2전극의 패터닝을, 제2전극 형성액의 고형화 전에 상기 광조사에 
의한 유성변화성분층을 경사지게 하는 방법, 공기를 내뿜는 방법 및 고형화 후에 점착 테이프를 붙여 떼내는 방법으로
부터 선택되는 방법에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 40.

제27항에 있어서, 상기 제2 EL층 형성액의 도포후의 EL층의 패터닝을, 제2 EL층 형성액의 고형화 전에 상기 광조사에 
의한 유성변화성분층을 경사지게 하는 방법, 공기를 내뿜는 방법 및 고형화 후에 점착 테이프를 붙여 떼내는 방법으로
부터 선택되는 방법에 의해 행하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 41.

제24항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서, 제1전극, 제2전극, EL층의 적어도 1층을 진공성막에 의해 형성한 후, 점
착 테이프를 붙여 떼내는 방법에 의해 패터닝하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 42.

제33항에 있어서, 상기 광촉매함유층이, 광조사하지 않은 부위는 발수성 및/또는 발유성이지만, 광조사한 부위는 유성
이 향상되는 것인 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 43.

제25항 또는 제27항에 있어서, 상기 EL소자가 컬러표시의 디스플레이이고, 상기 광촉매함유층의 유성의 차에 의한 패
턴에 대응시켜 디스플레이의 화소를 형성하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 44.

제25항 또는 제27항에 있어서, 상기 제1전극 및 제2전극이 패턴모양의 것이고,

상기 EL층이 발광층이며,

상기 광조사가 상기 제1전극의 패턴에 따라 패턴노광하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.
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청구항 45.

제25항, 제27항, 제29항 및 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광층을 버퍼층, 전하수송층의 적어도 1층을 매개
해서 적층하는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 46.

제25항, 제27항, 제29항 및 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광층 또는 상기 격벽층의 적층공정이 잉크젯법, 균
일도포법 및 패턴인쇄법으로 이루어진 군으로부터 선택되는 방법에 의해 행해지는 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조
방법.

청구항 47.

제25항, 제27항, 제29항 및 제30항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광층 또는 상기 격벽층의 적층공정이, 진공성막법
에 의해 행해지고, 또한 유성변화성분층의 광조사하지 않은 부위에서의 막을 박리하는 것인 것을 특징으로 하는 EL소
자의 제조방법.

청구항 48.

제28항에 있어서, 상기 절연층이 자외선경화수지로 이루어진 것을 특징으로 하는 EL소자의 제조방법.

청구항 49.

제24항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 광촉매함유층이 발광특성 향상물질을 함유하고 있는 것인 것을 특
징으로 하는 EL소자의 제조방법.

도면

도면 1a

 - 31 -



공개특허 특2001-0085420

 
도면 1b

도면 2

도면 3
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도면 4

도면 5
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도면 6
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도면 7

도면 8a
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도면 8b

도면 8c

도면 9a
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도면 9b

도면 9c
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도면 9d

도면 10a

도면 10b
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도면 10c

도면 10d

도면 11
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